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UNIT-2  ELECTRONIC: 
Rectifier and Power Supply:  
The Half Wave Rectifier (4.1) - [Average or D.C. output Voltage, Average or D.C. 
output current, RMS value of output current, Rectifier efficiency(Ratio of 
Rectification), Ripple factor, Voltage Regulation, Peak inverse voltage(PIV), 
Transformer Utilization Factor (TUF)],  
The Full Wave Rectifier (4.2) - [Average or D.C. output current, RMS value of 
output current, Average or D.C. output Voltage, Rectifier efficiency(Ratio of 
Rectification), Ripple factor, Voltage Regulation, Peak Inverse Voltage(PIV), 
Transformer Utilization Factor(TUF)], Comparison of Half and Full Wave 
Rectifiers Circuit (4.3), The Bridge Rectifier (4.4),  
Filter Circuits:  
The Half Wave Rectifier with Series Inductor Filter(4.7.1) and with capacitor 
filter(4.7.2), The Full Wave Rectifier with Series Inductor Filter(4.7.3), Choke 
Input Filter or L-section Filter(L-C Filter)(4.7.4), Capacitor Input Filter(C-L- C Filter 

or π-Filter), [Comparison of L and π-section filter circuits] 
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Course Outcomes (CO’s):- 
 

   At the end of the course the students are able to:  
 

 Define conductors, insulators, semiconductors with examples. 

 List the properties of semiconductors.  

 Define doping, acceptor and donor impurities. 

 Define hole current, electron-hole pairs, and recombination. 

 Define diode and explain depletion region in PN junction. 

 Explain the forward and reverse bias characteristics of diode.  

 Verify the rectifier circuits using diodes.  

 Define Zener diode and list the applications. 

 Explain the reverse bias characteristics of Zener diode. 

 List the types of diodes with their applications and ratings. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solid State Electronics: Basic Concept 
 
વિદ્યતુિહન ને અનલુક્ષીને પદાર્થના ત્રણ પ્રકાર પાડિામાાં આિે છે. 

     (1) વિદ્યતુ સિુાહક,  (2) વિદ્યતુ અિાહકો  અને (3) અર્થિાહકો. 
 વિદ્યતુ સિુાહકો: (Conductor) 

 આિતથ કોષ્ટકના પ્રર્મ ત્રણ સમહૂો એટલે કે ર્ાત ુતત્િો એ વિદ્યતુ સિુાહકો છે. ( જેિાકે 
આલ્કલી, ઉમદા, તર્ા એલ્યવુમવનયમ સમહૂ )  

 આ ર્ાત ુતત્િોમાાં ઇલેક્ટ્રોન ને લીરે્ સહલેાઇ ર્ી વિદ્યતુ િહન ર્ાય છે  

 સિુાહકો ની વિદ્યતુ િાહકતા(Conductivity) ઘણી િર્ારે હોય છે.  

 સિુાહકો ની વિદ્યતુ અિરોર્કતા(Resistivity) ઘણી ઓછી હોય છે.  

 દા.ત. લોખાંડ, તાાંબ,ુ સોનુાં, એલ્યવુમવનયમ િગેરે. 
 

 વિદ્યતુ અિાહકો : (Non-Conductor) 

 આિતથ કોષ્ટકના  છેલ્લા ત્રણ સમહૂમાાં આિેલા અર્ાત ુતત્િો એ વિદ્યતુ ના અિાહકો છે. 
 આિા પદાર્ોમાાં મકુ્ટ્ત ઇલેક્ટ્રોન હોતા નર્ી.  

 તેર્ી તેમનો વિદ્યતુ અિરોર્ ખબૂ જ મોટો હોય છે. એટલે કે તેમની વિદ્યતુ અિરોર્કતા 
ખબુજ ઊંચી હોય છે. 

  જ્યારે તેમની વિદ્યતુ િાહકતા ખબૂ જ ઓછી હોય છે. 

 દા.ત. લાકડુાં, રબર, કાચ, પ્લાસ્ટટક, િગેરે. 
 અર્થિાહકો : (Semi-Conductor) 

 આિતથ કોષ્ટકના ચોર્ા સમહૂ માાં આિેલ તત્િો જેિા કે વસલલકોન (Si), જમેવનયમ (Ge) 
િગેરેની વિદ્યતુ અિરોર્કતા, ર્ાત ુતત્િો કરતાાં િર્ારે પરાંત ુઅર્ાત ુતત્િો કરતા ઓછી હોય 
છે.  

 આિા તત્િો અર્થિાહક કહિેાય છે. 
  સિુાહક પદાર્ોમાાં વિદ્યતુ િહન મકુ્ટ્ત ઇલેક્ટ્રોન (free electron) ને કારણે ર્ાય છે. 
  જ્યારે અર્થિાહક માાં વિદ્યતુ િહન સહસાંયોજક બાંર્(co-valent bond) માાંર્ી કોઈ િેલેન્સ 

ઇલેક્ટ્રોન મકુ્ટ્ત ર્િાર્ી સર્જથતા ઈલેક્ટ્રોન અને હોલ ને કારણે ર્ાય છે. 
  અર્થિાહકો શદુ્ધ ટિરૂપમાાં વનરપેક્ષ શનૂ્ય તાપમાને લગભગ અિાહક તરીકે િતે છે. 



  સિુાહક નુાં તાપમાન િર્ારતા તેની અિરોર્કતા િરે્ છે. જ્યારે િાહકતા ઘટે છે. 
  અર્થિાહક નુાં તાપમાન અમકુ મયાથદામાાં િર્ારતા તેમની અિરોર્કતા ઘટે છે, અને િાહકતા 

િરે્ છે. 
  અર્થિાહક પર યોગ્ય આવવૃિ િાળો પ્રકાશ (વિકકરણ) ને આપાત કરતા પણ તેની િાહકતા માાં 

ફેરફાર ર્ાય છે,એટલે કે તેની  િાહકતા િરે્ છે.  

 

 N-Type Semi-Conductor:  
 

 
 

 શદુ્ધ અર્થિાહકમાાં યોગ્ય અશદુ્ધદ્ધ ઉમેરતા તેમની િાહકતામાાં મોટા પ્રમાણમાાં  ફેરફાર કરી શકાય 
છે. 

 વસલલકોન(Si) અર્િા જમેવનયમ(Ge) માાં જ્યારે પેન્ટાિેલેન્ટ એસ્ન્ટમની અર્િા આસેવનક જેિી 
અશધુ્ધર્ (impurity) રૂપે ઉમેરતા,  

 આસેવનક(As) પરમાણનુા ૫ િેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન પૈકી ૪ ઇલેક્ટ્રોન જમેવનયમ અર્િા વસલલકોન 
સારે્ સહસાંયોજક બાંર્(co-valent bond)  બનાિિામાાં િપરાય છે. 

 જ્યારે પાાંચમો િેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન િર્ારાના ઇલેક્ટ્રોન તરીકે ટફકટક ને પ્રાપ્ત ર્ાય છે. 
 આ ઇલેક્ટ્રોનને 0.1 eV જેટલી ઉર્જથ મળતા તે મકુ્ટ્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે િતે છે. 

 આટલી ઉર્જથ તેને ઓરડાના તાપમાને જ પ્રાપ્ત ર્ઇ શકે છે. 
 આમ મળુ યજમાન Ge (જમેવનયમ) કે Si (વસલલકોન) ટફકટકને અશદુ્ધદ્ધ પરમાણઓુ ઇલેક્ટ્રોન નુાં 

દાન કરે છે. 
 તેર્ી આિી અશદુ્ધદ્ધને ડોનર અશદુ્ધદ્ધ (impurity) કહ ેછે. 



 અશદુ્ધદ્ધ નુાં પ્રમાણ  106 શદુ્ધ પરમાણ ુદીઠ આશરે 1 અશદુ્ધ પરમાણ ુરાખિામાાં આિે છે. 

 આર્ી 1 મોલ ટફકટક માાં આશરે 1017  અશદુ્ધ પરમાણ ુર્ાય અને  દરેક અશદુ્ધ પરમાણ ુદીઠ 1 
ઇલેક્ટ્રોન િર્ારે પ્રાપ્ત ર્તાાં કુલ 1017 મકુ્ટ્ત ઇલેક્ટ્રોન ટફકટક ને પ્રાપ્ત ર્ાય છે. 

 આ ઉપરાાંત ઉષ્મીય દોલનને  લીરે્ કેટલાક બાંવર્ત ઇલેક્ટ્રોન છુટા પડી ને પણ  ઇલેક્ટ્રોન - 
હોલનુાં સર્જન કરે છે. 

 હોલ ની સાંખ્યા ડોનર માાંર્ી મળેલા ઇલેક્ટ્રોનની સાંખ્યા ના પ્રમાણમાાં ઘણી ઓછી હોય છે. 

 આમ પેન્ટાિેલન્ટ અશદુ્ધદ્ધ ઉમેરતા જમેવનયમ કે વસલલકોન માાં વિદ્યતુ િહન મખુ્યત્િે અશદુ્ધદ્ધ 
માાંર્ી દાન મળેલ ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા ર્ાય છે. 

 આિા ટફકટકમા મખુ્ય િીજભાર િાહકો ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. 
 ઇલેક્ટ્રોન નો વિદ્યતુભાર ઋણ (Negative) હોિાર્ી તેને N-પ્રકારનો અર્થિાહક કહ ેછે. 
 

 P-Type Semi-Conductor: 
 

 
 

 વસલલકોન(Si) અર્િા જમેવનયમ(Ge) ટફકટકમાાં જયારે એલ્યવુમવનયમ(Al) જેિી રાયિેલેન્ટ 
(trivalent)  અશદુ્ધદ્ધ ઉમેરતા,  

 એલ્યવુમવનયમ (Al) ના  ત્રણ પરમાણ,ુ એ વસલલકોન(Si) કે જમેવનયમ(Ge)  ના ચાર િેલેન્સ 
ઈલેક્ટ્રોન પૈકી ત્રણ પરમાણ ુસારે્ સહસાંયોજક બાંર્ (co-valent bond)   રચિામાાં િપરાય ર્જય 
છે. 

 જ્યારે એક સહસાંયોજક બાંર્ માાં ઇલેક્ટ્રોનની ગેરહાજરી રહ ેછે. 
 જે બાંર્માાં ઇલેક્ટ્રોન ની ગેરહાજરી રહ ેતેમાાં હોલ (Hole) રહલે ુાં છે, એમ કહિેાય છે. 



 અહીં ખાસ યાદ રાખો કે હોલ મકુ્ટ્ત નર્ી પરાંત ુ એલ્યવુમવનયમ (aluminium) અને 
વસલલકોન(Si) અર્િા જમેવનયમ(Ge) િચ્ચેના એક બાંર્માાં છે. 

 આ હોલ ઇલેક્ટ્રોન ટિીકારિાની વવૃિ ર્રાિે છે. 

 તેર્ી તેને એક્ટ્સેપ્ટર અશદુ્ધદ્ધ  કહ ેછે. 

 આ ટફકટક માાં વિદ્યતુ િહન હોલ (Hole) દ્વારા ર્ાય છે.  
 હોલ ર્ન વિદ્યતુ ભાકરત કણ ની જેમ િતથતો હોિાર્ી ર્ન પદાર્થ માટે અંગે્રજી શબ્દ પોલિકટિ 

(Positive) પરર્ી આિા ટફકટકને P-type અર્થિાહક કહ ેછે.  

 P-type semiconductor  માાં મેજોરીટી ચાર્જ કેકરયર તરીકે હોલ હોય છે જ્યારે માઈનોરીટી 
ચાર્જ કેકરયર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. 

 See a Video of  P-type & N-type Semiconductor’s 
Construction & Working: 

 https://youtu.be/DvYfs6rXKuE 
 

 P-N જ ાંક્ટ્શન ડાયોડ: 

 
 

Fig:1 P-N Junction diode & Symbol 

 P-type  અને   N-type સેમીકાંડકટર ને એકબીર્જ સારે્ સાંપકથ  માાં રાખીને લગભગ 600 0 C 
તાપમાને ગરમ કરિામાાં આિેતો તે કાયમી જોડાણ પ્રાપ્ત કરે છે. આિા જોડાણને P-N જ ાંક્ટ્શન 
ડાયોડ  કહ ેછે. 

 આકૃવત (૧) માાં P-type   ટફકટકમાાં Al પરમાણ ુ(Mejority) તર્ા મકુ્ટ્ત ઈલેક્ટ્રોન (Minority)  ચાર્જ 
કેરીયર છે.  

 જયારે N-type   ટફકટકમાાં As પરમાણ ુ(Mejority) તર્ા હોલ (Minority) ચાર્જ કેરીયર છે. 
 

https://youtu.be/DvYfs6rXKuE


 

                                    ( Fig:2-a) 

 

                                       

                                    ( Fig:2-b ) 

                       
 

 P-type   માાંર્ી હોલ જ ાંકશન દ્વારા N-type   મા ડીફયિુન પામે છે, અને N માાં રહલે  જ ાંકસન 
પાસેના  ઈલેક્ટ્રોન ને મળીને શીર્ીલ (તટટર્) ર્ાય છે. 

 N-type   માાંર્ી ઈલેક્ટ્રોન જ ાંકશન દ્વારા P-type   મા ડીફયિુન પામે છે, અને N માાં રહલે  જ ાંકશન 
પાસેના  હોલ  ને મળીને શીર્ીલ (તટટર્) ર્ાય છે. 

 આમ જ ાંકસન ની આજુબાજુ ર્ોડો વિટતાર ઈલેક્ટ્રોન અને હોલ િગરનો ર્ાય છે. 
 આર્ી જ ાંકશન પાસે P વિભાગમાાં Al પરમાણ ુઋણઆયનો બને છે. (ઈલેક્ટ્રોન મેળિીને) અને N 

વિભાગમાાં As પરમાણઓુ ર્ન આયનો બને છે. ( ઈલેક્ટ્રોન ગમુાિીને) 
 જેમ-જેમ ઈલેક્ટ્રોન-હોલ જ ાંકશન પાસે િધ ુ ને િધ ુ તટટર્ ર્ાય તેમ-તેમ જ ાંકસન પાસે P 

વિભાગમાાં ઋણ આયનો અને N વિભાગમાાં ર્ન આયનો િર્તા ર્જય છે. 
 આમ જ ાંકશન ની બને્ન બાજુ ર્ન અને ઋણ આયનો િર્તા, P વિભાગમાાં ઋણ વિધતુ 

સ્ટર્વતમાન ટર્પાય છે, અને  N વિભાગમાાં ર્ન  વિધતુ સ્ટર્વતમાન ટર્પાય છે. 



 વિધતુ સ્ટર્વતમાન વિરુધર્ અંતરનો આલેખ Fig-2b માાં દશાથિેલ છે. 
 વિધતુ સ્ટર્વતમાન ના તફાિતને કરને N ર્ી P તરફ (એટલેકે ર્ન ર્ી ઋણ ) વિધતુ કે્ષત્ર (E) 

રચાય છે. ( See Fig.2-a ) 

 ડેપ્લેશન રીજીયન: (Depletion Region) 

  જ ાંકશન ની આજુ-બાજુ ના વિટતારમાાં N- વિભાગમાાં મેજોરીટી ઈલેક્ટ્રોન શીર્ીલ ર્યા હોય 
અને P- વિભાગમાાં મેજોરીટી હોલ શીર્ીલ ર્યા હોય છે. આ વિટતારને ઈલેક્ટ્રોન-હોલ િગરનો 

વિટતાર અર્િા ડેપ્લેશન રીજીયન કહિેાય છે. જેની ર્જડાઈ આશરે 𝟏𝟎−𝟔 cm હોય છે.  

 ડેપ્લેશન રીજીયનમાાં વિધતુ સ્ટર્વતમાન ના વિતરણ ને ડેપ્લેશન બેરીયર કહ ેછે. તે ૦.1 volt 
ના ક્રમનો હોય છે. 
 

 ફોરિડથ બાયસ જોડાણ : ( Forward Bias) 

 

 
 બેટરીનો ર્ન ધ્રિુ P-અર્થિાહક સારે્ અને બેટરીનો ઋણ ધ્રિુ N-અર્થિાહક સારે્ 

જોડિામાાં આિે તો આ જોડાણ ને Forward Bias કહ ેછે. 
 અહી બેટરીનુાં વિધતુકે્ષત્ર (E) અને ડેપ્લેશન ટતર નુાં  વિધતુકે્ષત્ર એક-બીર્જને વિરુધર્ 

ર્તા ડેપ્લેશન ટતર પાતળાં બને છે. તેર્ી N માાંર્ી P માાં ઈલેક્ટ્રોન ને જિા ઓછુ કાયથ 
કરવુાં પડે છે.  

 આર્ી Forward Bias માાં પ્રિાહ િર્ારે મળે છે. 
 એટલે કે વમલી-એમ્પીયર ના ક્રમનો મળે છે. 



 રીિસથ બાયસ જોડાણ : (Reverse Bias) 

 
 

 બેટરીનો ર્ન ધ્રિુ N-અર્થિાહક સારે્ અને બેટરીનો ઋણ ધ્રિુ P-અર્થિાહક સારે્ 

જોડિામાાં આિે તો આ જોડાણ ને Reverse Bias કહ ેછે. 
 અહી બેટરીનુાં વિધતુકે્ષત્ર (E) અને ડેપ્લેશન ટતર નુાં  વિધતુકે્ષત્ર એક-બીર્જને સહાયકારી 

સ્ટર્વતમાાં ર્તા ડેપ્લેશન ટતર મોટુાં  બને છે. તેર્ી N માાંર્ી P માાં ઈલેક્ટ્રોન ને જિા 
િર્ારે  મશુ્કેલીઓનો સામનો કરિો  પડે છે.  

 આર્ી Reverse Bias માાં પ્રિાહ ખબુજ ઓછો  મળે છે. 
 એટલે કે માઈક્રો-એમ્પીયર ના ક્રમનો મળે છે. 
 Watch a Video on 

 P-N Junction Diode, Construction & Working 

 Depletion Layer & Forward-Reverse Bias 
 https://youtu.be/hKGJoW_u6wo 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/hKGJoW_u6wo


UNIT-4   Rectifier and Filter Circuits: 
 

Introduction (પ્રટતાિના) : 
 ઈલેક્ટ્રીક ઉર્જથને આપણે વ્યિહારમાાં A.C. અને D.C. ઉર્જથના ટિરૂપમાાં િાપરીએ છીએ. 
 બર્ાજ ઇલેક્ટ્રોવનક્ટ્સ ઉપકરણો d.c. ઉદગમ (Source) દ્વારા જ ચાલતા હોય છે. 

 જ્યાાં d.c. ઉદગમ (Source) ન હોય ત્યાાં a.c. ઉર્જથને d.c. ઉર્જથમાાં રૂપાાંતકરત કરિી જરૂરી છે.  

 આપણા ઘર િપરાશમાાં પાિર ટટેશનો દ્વારા મળતી a.c. ઉર્જથ, એ 220 Volt અને 50 Hz 
આવવૃિ ર્રાિે છે. 

 આિી a.c. ઉર્જથનુાં d.c. ઉર્જથમાાં રૂપાાંતર કરિા માટે બેટરી એલીવમનેટર or પાિર સપ્લાયનો 
ઉપયોગ ર્ાય છે. જેમાાં રેકટીફાયર અને કફલ્ટર પકરપર્નો ઉપયોગ ર્ાય છે. 

 

 

 રેકટીફાયર અને રેકટીફીકેશન: (Rectifier & Rectification) 
 a.c. ઉર્જથનુાં d.c. ઉર્જથમાાં રૂપાાંતર કરતા પકરપર્ ને રેકટીફાયર કહ ેછે. અર્િા  

 A.C. િોલ્ટેજ કે પ્રિાહ માાંર્ી D.C. િોલ્ટેજ કે પ્રિાહમાાં રૂપાાંતર કરતા પકરપર્(device) ને 
રેકટીફાયર કહ ેછે. તર્ા  

 A.C. િોલ્ટેજ કે પ્રિાહ માાંર્ી D.C. િોલ્ટેજ કે પ્રિાહમાાં રૂપાાંતર કરિાની કક્રયાને(process) 
રેકટીફીકેશન કહ ેછે. અર્િા  

 a.c. ઉર્જથનુાં d.c. ઉર્જથમાાં રૂપાાંતર કરિાની કક્રયાને(process) રેકટીફીકેશન કહ ેછે. 
 રેકટીફાયર પકરપર્ માાં મખુ્યત્િે PN- જ ાંકશન ડાયોડ, લોડ અિરોર્ અને રાન્સફોમથર જેિા 

ઘટકો િપરાય છે. 
 રેકટીફાયર પકરપર્ ત્રણ પ્રકારના છે.  

 (1) અર્થતરાંગ રેકટીફાયર (Half wave rectifier),  

 (2) પણૂથતરાંગ રેકટીફાયર(Full wave rectifier) અને  

 (3) લિજ રેકટીફાયર(Bridge rectifier). 
 
 
 
 
 



(1) અર્થતરાંગ રેકટીફાયર : (Half wave rectifier): 

 
 

 
(Fig:1  Half Wave Rectifier) 

 

 અર્થતરાંગ રેકટીફાયર નો પકરપર્ fig-1 માાં દશાથિેલ છે. 
 રાન્સફોમથર ના પ્રાર્વમક ગ ૂાંચળાને a.c. mains િોલ્ટેજ  આપિામાાં આિે છે, જયારે ગૌણ  

ગ ૂાંચળાને ડાયોડ(D) અને લોડ અિરોર્ (RL) સારે્ શે્રણીમાાં જોડિામાાં આિે છે. 
 

આ પરીપર્માાં રાન્સફોમથર િાપરિાના મખુ્ય બે ફાયદા છે.  

 

(1) રાન્સફોમથર એ રેકટીફાયર પકરપર્ અને ac mains ને અલગ (isolate) કરે છે. 
(2) જરૂકરયાત મજુબના d.c. િોલ્ટેજ માટે ટટેપ-અપ કે ટટેપ ડાઉન રાન્સફોમથર ને જોડિામાાં 

આિે છે. મોટા ભાગના ઈલેક્ટ્રોનીક ઉપકરણ માાં 2 – 12 volt ના ટટેપ-ડાઉન રાન્સફોમથર 
િપરાય છે. જયારે CRT ( Cathod Ray Tube) માાં આશરે 2 KV ના voltage માટે ટટેપ-
અપ રાન્સફોમથર િપરાય છે. 

 



 કાયથ પધર્વત: (Work function) 

 ર્ારો કે રાન્સફોમથર ના પ્રાર્વમક ગ ૂાંચળાને a.c. mains િોલ્ટેજ આપતા, ગૌણ ગ ૂાંચળામાાં 

ઉદ્દભિતો a.c. િોલ્ટેજ  

 𝑽𝑺 =  𝑽𝒎 𝑺𝒊𝒏 𝝎𝒕 … . …  (𝟏) , 

 જ્યાાં 𝑽𝒎 એ a.c.િોલ્ટેજ નુાં મહિમ (Peak) મલૂ્ય 
છે.   

 જેર્ી ડાયોડ માાંર્ી પસાર ર્તો મહિમ પ્રિાહ 

𝑰𝒎 =  
𝑽𝒎

𝑹𝑺 +  𝑹𝑫 +  𝑹𝑳
… …  (𝟐)  

 હિે ગૌણ ગ ૂાંચળામાાં ઉદ્દભિતા a.c. િોલ્ટેજ ( 𝑽𝑺 ) ના પ્રર્મ ર્ન અર્થચક્ર( 0 ર્ી π ) માટે PN-
જ ાંકસન  ડાયોડ માાં એનોડ ર્ન અને કેર્ોડ ઋણ ર્તા ડાયોડ ફોરિડથ બાયસ સ્ટર્વતમાાં આિે છે, 
અને િીજપ્રિાહ 𝑹𝑳 માાંર્ી િહ ેછે. 

 આજ પ્રમાણે a.c. િોલ્ટેજ ( 𝑽𝑺 ) ના પ્રર્મ ઋણ અર્થચક્ર( π ર્ી 2π ) માટે PN-જ ાંકસન  
ડાયોડમાાં એનોડ ઋણ અને કેર્ોડ ર્ન ર્તા ડાયોડ રીિસથ બાયસ સ્ટર્વતમાાં આિે છે, તેર્ી  
િીજપ્રિાહ 𝑹𝑳 માાંર્ી િહતેો નર્ી. (see Fig-1) 

 આમ આ રેકટીફાયરમાાં ઈનપટુ વસગ્નલના પણૂથ તરાંગ માાંર્ી આઉટપટુમાાં ફક્ટ્ત અર્ાથ ભાગના 
જ તરાંગ મળે છે, તેર્ી તેને અર્થ-તરાંગ  રેકટીફાયર કહ ેછે. 

 અર્થ-તરાંગ રેકટીફાયરમાાં ઈનપટુ અને આઉટપટુ માાં આવવૃિ સમાન જ રહ ેછે. 
 

 Video Link :  https://youtu.be/8Bzt-FFvRgQ  
 

 ગાણિતીય વિશ્ર્લેષિ: (Mathematical Analysis) 

 

(1)  D.C. આઉટપટુ િીજપ્રિાહ (લોડપ્રિાહ) 𝑰𝒅𝒄  :  (D.C. Output Current 𝑰𝒅𝒄   ) 

 અર્થ-તરાંગ રેકટીફાયરમાાં અિરોર્  𝑹𝑳 માાંર્ી મળતો િીજપ્રિાહ 

𝑰𝟎 =  𝑰𝒎 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕 ,   ( 𝟎 ≤  𝝎𝒕 ≤  𝝅 )  પ્રર્મ ર્ન અર્થચક્ર 

                           𝑰𝟎 =  𝟎  ,        ( 𝝅 ≤  𝝎𝒕 ≤  𝟐𝝅 ) પ્રર્મ ઋણ અર્થચક્ર ………….. (3)  

 

 માટે આઉટપમુાાં મળતો સરેરાસ d.c. પ્રિાહ  

 

https://youtu.be/8Bzt-FFvRgQ


𝑰𝒅𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅
 ∫ 𝑰𝟎 𝒅𝝎𝒕 =  

𝟏

𝟐𝝅
 ∫ 𝑰𝟎

𝝅

𝟎

 𝒅𝝎𝒕 +
𝟏

𝟐𝝅
 ∫ 𝑰𝟎 𝒅𝝎𝒕

𝟐𝝅

𝝅

 

𝟐𝝅

𝟎

 

                                         

𝑰𝒅𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅
 ∫ 𝑰𝒎

𝝅

𝟎

 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕 𝒅𝝎𝒕 +
𝟏

𝟐𝝅
 ∫ 𝟎 𝒅𝝎𝒕

𝟐𝝅

𝝅

 

 

𝑰𝒅𝒄 =  
𝑰𝒎

𝟐𝝅
 [−𝑪𝒐𝒔 𝝎𝒕 ]

𝝅

𝟎
 =  

𝑰𝒎

𝟐𝝅
 [−(−𝟏) + (𝟏)]  

 
𝑰𝒅𝒄 =  

𝑰𝒎

𝝅
  … …  (𝟏)   

 
      [ Where    𝑰𝒎 =  

𝑽𝒎

𝑹𝑺+ 𝑹𝑫+ 𝑹𝑳
 ]  

OR 

𝑰𝒅𝒄 =  
𝑽𝒎

𝝅 (𝑹𝑺 + 𝑹𝑫 + 𝑹𝑳)
   

  

𝑰𝒅𝒄 =  
𝑽𝒎

𝝅 (𝑹𝒇 + 𝑹𝑳)
 

 

                                                  Where,  𝑹𝒇   = 𝑹𝑺 + 𝑹𝑫  =  Diode’s  Forward Resister 

(2)  આઉટપટુ વિજપ્રિાહ નુાં RMS મલૂ્ય  𝑰𝒓𝒎𝒔  :  (RMS Value of Output Current) 

 𝑰𝒓𝒎𝒔  એટલે આઉટપટુ માાં મળતા કુલ વિજપ્રિાહનુાં Root Mean Square Value 

(વિજપ્રિાહ ના સરેરાસ િગથનુાં િગીત મલૂ્ય)  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  √[
∫ 𝑰𝟎

𝟐𝟐𝝅

𝟎

𝟐𝝅
] 

   OR     

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  [
∫ 𝑰𝟎

𝟐𝟐𝝅

𝟎

𝟐𝝅
]

𝟏
𝟐⁄

 

 

𝑰𝟎 =  𝑰𝒎 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕,  ( 𝟎 ≤  𝝎𝒕 ≤  𝝅 )  અને   𝑰𝟎 =  𝟎  ,  ( 𝝅 ≤  𝝎𝒕 ≤  𝟐𝝅 ) લેતા,  



  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  √[
𝟏

𝟐𝝅
  ∫ 𝑰𝒎

𝟐  𝑺𝒊𝒏𝟐𝝎𝒕 𝒅𝝎𝒕 +  
𝟏

𝟐𝝅
∫ 𝟎

𝟐𝝅

𝝅

𝒅𝝎𝒕

𝝅

𝟎

]   

  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  √[
𝑰𝒎

𝟐

𝟐𝝅
 ∫  𝑺𝒊𝒏𝟐𝝎𝒕 𝒅𝝎𝒕

𝝅

𝟎

] 

  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  √[
𝑰𝒎

𝟐

𝟐𝝅
  ∫ (

𝟏 − 𝑪𝒐𝒔 𝟐𝝎𝒕

𝟐
 )

𝝅

𝟎

𝒅𝝎𝒕  ]   

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  √[
𝑰𝒎

𝟐

𝟐𝝅
  (

𝝎𝒕

𝟐
−

𝑺𝒊𝒏𝟐𝝎𝒕

𝟒
)

𝟎

𝝅

]  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  √[
𝑰𝒎

𝟐

𝟐𝝅
  (

𝝅

𝟐
− 𝟎)]  

  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  √[
𝑰𝒎

𝟐

𝟐𝝅
  (

𝝅

𝟐
)]     =   √[

𝑰𝒎
𝟐

𝟒
]   

  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  
𝑰𝒎

𝟐
  

  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =   
𝑽𝒎

𝟐 (𝑹𝑺 + 𝑹𝑫 + 𝑹𝑳)
    

 

(3)  DC આઉટપટુ િોલ્ટેજ  𝑽𝒅𝒄  :  (DC Output Voltage 𝑽𝒅𝒄   ) 

 અર્થ-તરાંગ રેકટીફાયરમાાં લોડઅિરોર્  𝑹𝑳 ને સમાાંતર મળતા d.c. આઉટપટુ િોલ્ટેજ 
મેળિિા ઓહ્મના મજુબ વનયમ     

𝑽𝒅𝒄 =  𝑰𝒅𝒄  ∙  𝑹𝑳  
 

𝑽𝒅𝒄 =  
𝑰𝒎

𝝅
 ∙  𝑹𝑳 

𝑽𝒅𝒄 =  
𝑽𝒎  ∙  𝑹𝑳

𝝅 (𝑹𝑺 + 𝑹𝑫 + 𝑹𝑳)
   



𝑽𝒅𝒄 =  
𝑽𝒎  ∙  𝑹𝑳

𝝅 (𝑹𝒇  + 𝑹𝑳)
     

                                                     Where,  𝑹𝒇   = 𝑹𝑺 + 𝑹𝑫  =  Diode’s Forward Resister 

           પરાંત,ુ  𝑹𝑳  > >   𝑹𝒇  ,    𝒔𝒐   𝑹𝒇  + 𝑹𝑳 ≅  𝑹𝑳 

 𝑽𝒅𝒄 =  
𝑽𝒎

𝝅
   

 𝑽𝒅𝒄  બીજી રીતે આ મજુબ પણ ગણી શકાય :  
𝑰𝒅𝒄 =  

𝑽𝒎

𝝅 (𝑹𝒇 + 𝑹𝑳)
   

  

𝑰𝒅𝒄  ∙  (𝑹𝒇 + 𝑹𝑳) =  
𝑽𝒎

𝝅 
   

𝑰𝒅𝒄  ∙ 𝑹𝑳  =  
𝑽𝒎

𝝅 
−   𝑰𝒅𝒄  ∙  (𝑹𝒇)   

પરાંત,ુ    𝑽𝒅𝒄 =  𝑰𝒅𝒄  ∙  𝑹𝑳  

𝑽𝒅𝒄 =   
𝑽𝒎

𝝅 
−   𝑰𝒅𝒄  ∙  (𝑹𝒇)   

  ઉપરના સમીકરણ પરર્ી કહી શકાય કે  ફક્ટ્ત લોડપ્રિાહ પર આર્ાકરત નર્ી પરાંત ુ
ડાયોડના આંતકરક અિરોર્ અને રાન્સફોમથરના ગૌણ ગ ૂાંચળાના  અિરોર્ પર પણ 
આર્ાકરત છે. 

 જો લોડપ્રિાહ (𝑰𝒅𝒄)  નુાં મલુ્ય િર્ારિામાાં આિે (એટલે કે 𝑹𝑳 ને ઘટાડિામાાં આિે) તો 
આઉટપટુ િોલ્ટેજ ઘટે છે. 

 અહી (𝑹𝑺 + 𝑹𝑫)   ને પરીપર્નો આંતકરક અિરોર્ (𝑹𝒇)  કહિેાય છે. 
 

(4)  િોલ્ટેજ રેગ્યલુેશન (વનયમન)  :  ( Voltage Regulation ) 

 

 રેકટીફાયર પકરપર્માાં લોડપ્રિાહ બદલતા તેનો આઉટપટુ િોલ્ટેજ કેટલા પ્રમાણમાાં 
અચલ રહ ેછે, તેને પકરપર્ નુાં િોલ્ટેજ રેગ્યલેુશન (વનયમન ) કહ ેછે.    અર્િા  

 લોડની િર્ઘટ સ્ટર્વત હઠેળ મળતા આઉટપટુ િોલ્ટેજના ફેરફારના દર ને િોલ્ટેજ 
રેગ્યલેુશન (વનયમન ) કહ ેછે. 

િોલ્ટેજ રેગ્યલેુશન (%)  =  
𝑽𝑵𝑳− 𝑽𝑭𝑳

𝑽𝑭𝑳
 × 𝟏𝟎𝟎  %  



  
Figure:1 Thevenin Equi.Ckt Figure:2 Graph of V → Idc 

 

 આકૃવત -૧ માાં અર્થતરાંગ રેકટીફાયરનો રે્િેવનન પ્રમેય મજુબનો સમતલુ્ય પકરપર્ છે. 
જયારે આકૃવત-૨માાં  લોડપ્રિાહ સારે્ બદલાતા ટવમિનલ િોલ્ટેજનો આલેખ છે.  

 આલેખ પરર્ી કહી શકાય કે લોડપ્રિાહ િર્તા પરીપર્ના આંતકરક અિરોર્ના કારણે 
રેગ્યલેુશન ઘટે છે. 

 જે પરીપર્નો આંતકરક અિરોઘ શનૂ્ય હોય તેનુાં િોલ્ટેજ રેગ્યલેુશન ૦% હોય છે. તેર્ી 
તેને આદશથ પાિર સપ્લાય કહ ેછે.  

 આલેખ પરર્ી પરીપર્નો આંતકરક અિરોર્ નીચે મજુબ શોર્ી શકાય છે.   

𝑹𝑰𝑵𝑻 =  
𝑽𝑵𝑳 −  𝑽𝑭𝑳

𝑰𝒅𝒄
    

 

 આમ સારા પાિર સપ્લાયમાાં િોલ્ત્જ રેગ્યલેુશનની ટકાિારી નીચી હોય છે. 

 આમ આદશથ પાિર સપ્લાયમાાં Full-Load (FL) િોલ્ટેજ અને No-Load(NL) 
િોલ્ટેજ સમાન ર્ાય ત્યારે િોલ્ટેજ રેગ્યલેુશન શનૂ્ય % ર્ાય. (MCQ) 

 

 મહિમ વિપરીત િોલ્ટેજ: (Peak Inverse Voltage- PIV) 

 

 ઈનપટુ વસગ્નલના ઋણ અર્થચક્ર દરમ્યાન જયારે ડાયોડ કરિસથ બાયસ સ્ટર્વતમાાં આિે 
છે. ત્યારે તેના એનોડ અને કેર્ોડ િચ્ચે જે સ્ટર્વતમાન હોય છે, તેને (PIV) કહ ેછે. 

 અર્થતરાંગ રેકટીફાયર માાં આ મહિમ વિપરીત િોલ્ટેજ(PIV) નુાં મલૂ્ય, રાન્સફોમથર ના 
મહિમ િોલ્ટેજ 𝐕𝐦  જેટલુાં હોય છે.  (MCQ) 

 



(5)  અર્થતરાંગ રેકટીફાયરની કાયથક્ષમતા અર્િા રેકટીકફકેશનનો દર:  

    (Efficiency of HWR or Ratio of Rectification): 

 રેકટીફાયરના ઈનપટુ માાં આપિામાાં આિતી a.c. ઉર્જથ માાંર્ી  કેટલા પ્રમાણ માાં d.c. 
ઉર્જથમાાં રૂપાાંતરણ ર્યુાં તેને  રેકટીફાયરની કાયથક્ષમતા કે રેકટીફીકેશનનો દર કહ ેછે. 

 

રેકટીફાયરની કાયથક્ષમતા (𝛈) =  
લોડ અિરોધમાાં મળતી  d.c.  ઉર્જા 

ટ્રાન્સફોમારના ગૌિ ગુાંચળા માાંથી મળતી  a.c.  ઉર્જા   

  

𝜼 =   
𝑷𝒅𝒄

𝑷𝒂𝒄
   

 પરાંત ુ   

𝑷𝒅𝒄 =  𝑰𝒅𝒄
𝟐  ∙  𝑹𝑳   

𝑷𝒅𝒄 =  (
𝐼𝑚

𝜋
)

2

∙  𝑅𝐿    

 તે જ પ્રમાણે a.c. ઉદ્દગમ દ્વારા પરીપર્ને લાગ ુપાડિામાાં આિેલ પાિર, 

𝑷𝒂𝒄 = 𝑰𝒓𝒎𝒔
𝟐  (𝑹𝒇 +  𝑹𝑳) ∙  𝑷𝒂𝒄  

𝑷𝒂𝒄 = (
𝑰𝒎

𝟐
)

𝟐

(𝑹𝒇 + 𝑹𝑳) =  
𝑰𝒎

𝟐

𝟒
 (𝑹𝒇 +  𝑹𝑳)   

 

 તેર્ી, રેકટીફાયરની કાયથક્ષમતા 

    

(𝛈) =  
𝑷𝒅𝒄

𝑷𝒂𝒄
  =  

(
𝑰𝒎

𝝅 )
𝟐

∙  𝑹𝑳  

𝑰𝒎
𝟐

𝟒  (𝑹𝒇 +  𝑹𝑳)

 =  
𝟒

𝝅𝟐
 ∙

𝑹𝑳  

(𝑹𝒇 + 𝑹𝑳)
    

 

(𝛈) =  
𝑷𝒅𝒄

𝑷𝒂𝒄
  =  

𝟒

𝝅𝟐
∙

𝟏

(
𝑹𝒇

𝑹𝑳
+  𝟏)

   

 

 જો 𝑹𝑳  > >  𝑹𝒇  હોય તો અર્થતરાંગ રેકટીફાયરની કાયથક્ષમતા અર્િા રેકટીફીકેશન નો 
દર =

𝟒

𝝅𝟐 = 𝟎. 𝟒𝟎𝟔   



 જે આદશથ સ્ટર્વતમાાં મળતુાં પકરણામ છે.(no diode loss).  

 અર્થતરાંગ રેકટીફાયરની કાયથક્ષમતા ટકાિારી માાં 40.6 % ર્ાય.  

 એટલેકે અર્થતરાંગ માાં ઈનપટુ ના ફક્ટ્ત 40.6 % જેટલુાં જ dc ઉર્જથમાાં રૂપાાંતરણ ર્ાય છે, 
અને બાકીની આઉટપટુ લોડમાાં a.c. ઉર્જથ ટિરૂપે જ મળે છે. 
 
 

(6)  રીપલ ફેક્ટ્ટર / રીપલ અંક : (Ripple Factor) 

 રેકટીફાયર માાં રેકટીફીકેશન દરમ્યાન  d.c. આઉટપટુ િોલ્ટેજ/પ્રિાહ માાં કેટલા પ્રમાણમાાં 

a.c. િોલ્ટેજ/પ્રિાહ ની માત્ર રહલે છે, તે દશાથિતા અંક (માપ) ને રીપલ અંક કહ ેછે. 

રીપલ અંક(γ)  =  
આઉટપટુમાાં મળતા a. c. િોલ્ટેજ  અથિા પ્રિાહ નુાં RMS મલુ્ય  

d. c.િોલ્ટેજ અથિા પ્રિાહ નુાં મલુ્ય   

રીપલ અંક (𝜸) =  
𝑰𝒓𝒎𝒔

′

𝑰𝒅𝒄
 =   

𝑽𝒓𝒎𝒔
′

𝑽𝒅𝒄
     

 પરાંત ુલોડપ્રિાહ એ શધુર્ d.c. નર્ી હોતો , તે ટપાંદયકુ્ટ્ત (Pulsating) છે. જેનુાં ફોરીયર 
વિશ્લેષણ કરતા નીચે મજુબની ફોરીયર શે્રણી મળે છે. 

𝒊𝑳 =   
𝑰𝒎

𝟐
  (𝐝. 𝐜. ઘટકો ), =  

𝑰𝒎

𝟐
 𝑺𝒊𝒏 𝝎𝒕 −  

𝟐𝑽𝒎

𝟑𝝅
 𝑪𝒐𝒔 𝟐𝝎𝒕 + ⋯  (𝐚. 𝐜. ઘટકો)  

  
𝒊𝑳 = 𝑰𝒅𝒄 + 𝒊𝒓      ∴    𝒊𝒓 = 𝒊𝑳 − 𝑰𝒅𝒄    

 પ્રિાહના a.c. ઘટકોનુાં મલુ્ય લેતા, 

𝑰′𝒓𝒎𝒔  =   √
𝟏

𝟐𝝅
  ∫ (𝒊𝒓)𝟐 𝒅𝝎𝒕 

𝟐𝝅

𝟎

   

 
  

𝑰′𝒓𝒎𝒔  =   √
𝟏

𝟐𝝅
  ∫ (𝒊𝑳 −  𝑰𝒅𝒄 )𝟐

𝟐𝝅

𝟎

  𝒅𝝎𝒕   

  

𝑰′𝒓𝒎𝒔  =    √
𝟏

𝟐𝝅
  ∫ (𝒊𝑳

𝟐  +  𝑰𝒅𝒄
𝟐 − 𝟐𝒊𝑳𝑰𝒅𝒄) 𝒅𝝎𝒕

𝟐𝝅

𝟎

   



𝑰′𝒓𝒎𝒔  =    √
𝟏

𝟐𝝅
  ∫  

𝟐𝝅

𝟎

𝒊𝑳
𝟐𝒅𝝎𝒕  +

𝟏

𝟐𝝅
 ∫ 𝑰𝒅𝒄

𝟐

𝟐𝝅

𝟎

 𝒅𝝎𝒕 −
𝟐

𝟐𝝅
𝑰𝒅𝒄 ∫ 𝒊𝑳 𝒅𝝎𝒕 

𝟐𝝅

𝟎

   

 

𝑰′𝒓𝒎𝒔  =    √𝑰𝒓𝒎𝒔
𝟐  +   𝑰𝒅𝒄

𝟐  − 𝟐 𝑰𝒅𝒄
𝟐         [∴   𝑰𝒅𝒄 =  

𝑰𝒎

𝝅
]    

𝑰′𝒓𝒎𝒔  =    √𝑰𝒓𝒎𝒔
𝟐 −  𝑰𝒅𝒄

𝟐   

  

રીપલ અંક (𝜸) =  
𝑰𝒓𝒎𝒔

′

𝑰𝒅𝒄
 =  

√( 𝑰𝒓𝒎𝒔
𝟐  −   𝑰𝒅𝒄

𝟐 )

𝑰𝒅𝒄
    

રીપલ અંક (𝜸) =   √
𝑰𝒓𝒎𝒔

𝟐

𝑰𝒅𝒄
𝟐

 −   𝟏   

રીપલ અંક (𝜸) =   √
(

𝑰𝒎

𝟐 )
𝟐

(
𝑰𝒎

𝝅 )
𝟐   −   𝟏 

   રીપલ અંક (γ) =   1.21 

 આમ, અર્થતરાંગ રેકટીફાયર માટે 𝜸 > 𝟏  એટલ ેકે    𝑰𝒓𝒎𝒔
′ >  𝑰𝒅𝒄   

 આર્ી કહી શકાય કે અર્થતરાંગ રેકટીફાયર ની a.c. ઉર્જથનુાં  d.c. ઉર્જથમાાં રૂપાાંતરણ 
કરિાની પ્રકકયા નબળી છે. 
 

 રાન્સફોમેર ઉપયોગીતા ફેક્ટ્ટર: ( Transformer Utilization Factor – TUF ) 

 

 કોઇપણ પાિર સપ્લાયમાાં રાન્સફોમથર પણ અગત્યનો ભાગ છે.  

 તેર્ી પાિર સપ્લાયને ડીિાઇન કયાથ પહલેા તેમાાં િાપરિાના રાન્સફોમથર નુાં રેટીંગ સમજી 
લેવુાં ખબુજ જરૂરી છે.  

 રાન્સફોમથરની પસાંદગી જરૂરી લોડ આઉટપટુ તેમજ રેકટીફાયરના પ્રકારને ધયાનમાાં રાખી 
કરિામાાં આિે છે.  

 અહીં અર્થતરાંગ રેકટીફાયર પકરપર્ માટે રાન્સફોમથર નો  યટુીલાઈિેશન ફેક્ટ્ટર  ( UTF ) 
નીચે મજુબ મેળિિામાાં આિે છે. 



 

𝑇. 𝑈. 𝐹. =  
લોડમાાં મળતી 𝑑. 𝑐. ઉર્જા 

ટ્રાન્સફોમાર ના ગૌિ ગુાંચળા દ્વારા મળતી રેટટિંગ 𝑎. 𝑐. ઉર્જા
   

 

𝑻. 𝑼. 𝑭. =  
𝑷𝒅𝒄

𝑷𝒂𝒄  રેટેડ
 

 

 પ્રર્મ દ્રસ્ષ્ટએ T.U.F. એ રેકટીફીકેશનના ગણુોિર (દળ કે કાયથક્ષમતા) જેિો જ ગણુોિર 
લાગે છે,  

 પરાંત ુ રાન્સફોમથરના ગૌણ ગ ૂાંચળા દ્વારા મળતા રેટીંગનુાં મલુ્ય, ગૌણ ગ ૂાંચળાના બે છેડા 
િચ્ચે મળતી ખરેખર a.c. ઉર્જથ કરતા અલગ હોય છે.  

 જેમકે રેટેડ િોલ્ટેજ  𝑽 અર્િા 𝑽𝒎

√𝟐
   એ પ્રિાહ 𝑰𝒂𝒄   અર્િા 𝑰𝒎

√𝟐
   છે. જયારે ખરેખર મળતા 

a.c. rms  મલુ્ય , 𝑰𝒓𝒎𝒔   અર્િા 𝑰𝒎

√𝟐
   કરતા અલગ છે.  

𝐏𝐚𝐜 રેટેડ =  
𝐕𝐦

√𝟐
  ∙   

𝐈𝐦

𝟐
   

 

તેર્ી  

𝐓. 𝐔. 𝐅. =  
𝐏𝐝𝐜

𝐏𝐚𝐜  રેટેડ
 =   

(
𝐈𝐦

𝛑 )
𝟐

 ∙  𝐑𝐋

𝐕𝐦

√𝟐
 ∙  

𝐈𝐦

𝟐

 

 પરાંત ુ  𝑽𝒎 =  𝑰𝒎 (𝑹𝒇 +  𝑹𝑳)  

𝑻. 𝑼. 𝑭. =  

𝑰𝒎
𝟐

𝝅𝟐  ∙  𝑹𝑳

𝑰𝒎 (𝑹𝒇 +  𝑹𝑳)

√𝟐
 ∙   

𝑰𝒎

𝟐

 =  
𝟐 √𝟐 

𝝅𝟐
 ∙  

𝑹𝑳

(𝑹𝒇 +  𝑹𝑳)
    

 પરાંત ુ,  𝑹𝑳  > >  𝑹𝒇  હોિાર્ી  𝑹𝒇  ને અિગણતા, 
 

𝑻. 𝑼. 𝑭. =
𝟐 √𝟐 

𝝅𝟐
 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟕   

 લોડ અિરોર્માાં મળતી d.c. ઉર્જથ = રાન્સફોમથર ના ગૌણ ગુાંચળા દ્વારા રેટીગ ર્તી  a.c. 
ઉર્જથ X T.U.F. 

 દા.ત.  એક અર્થતરાંગ પકરપર્ ના રાન્સફોમથર માાં િધ ુપડત ુાં કહટીંગ ન ર્ાય તેિી સ્ટર્વતમાાં 
1 KVA (1000 VA) a.c. રાન્સફોમથર રેકટિંગ છે.  

 માટે  લોડમાાં મળતો d.c. પાિર  1000 X ૦.287 (T.U.F.)= 287 Watt ર્ાય. 



 ખરેખર રાન્સફોમથર ના ગૌણ ગુાંચળામાાંર્ી ac પ્રિાહ િહતેો હોય ત્યારે તેમાાં સાંતપૃ્તીકરણ 

અસરના કારણે T.U.F. માાં ઘટાડો ર્ઈ શકે છે, અને તે અર્થતરાંગ રેકટીફાયર 
માટે ૦.2 જેટલો હોય છે. તે કફલ્ટર પરીપાર્ો જોડી T.U.F. ઉંચો લઈ શકાય 
છે.(MCQ)  

 

 અધાતરાંગ રેકટીફાયર( એકદીશકારક) ની મયાાદાઓ (Limitation) 

 

(1) રીપલ અંકનુાં મલૂ્ય ખબુજ ઊંચ ુહોય છે.  (રીપલ અંક (𝛄) =   𝟏. 𝟐𝟏)  

(2) રેકટીફીકેશન દર (કાયથક્ષમતા) ખબુજ નીચી હોય છે. (  𝛈 =
𝟒

𝛑𝟐
= 𝟎. 𝟒𝟎𝟔   ) 

(3) રાન્સફોમથર નો  યટુીલાઈિેશન ફેક્ટ્ટર  ( UTF ) નીચો હોય છે. (  𝑻. 𝑼. 𝑭. = 𝟎. 𝟐𝟖𝟕  )  

(4) ગૌણ ગ ૂાંચળામાાં  dc સેચ્યરેુશન ( સાંતધૃ્પ્તકરણ) અસર જોિા મળે છે. 
 
 

 પણૂથતરાંગ રેકટીફાયર (Full Wave Rectifier) 

 
 



 
 

 અર્થતરાંગ રેકટીફાયરની મયાથદાઓ ઘટાડિા માટે પકરપર્માાં િધ ુએક ડાયોડ જોડીને પણૂથતરાંગ 
રેકટીફાયર મેળિી શકાય છે. જે આકૃવત-1માાં દશાથિેલ છે. 

 આકૃવત-1 માાં દશાથવ્યા મજુબ ડાયોડ D1 અને D2 ને સેન્ટર ટેપ રાન્સફોમથર ના ગૌણ ગ ૂાંચળા 
સારે્ જોડિામાાં આિે છે. 

 જેમાાં રાન્સફોમથર ના ગૌણ ગ ૂાંચળાના A છેડા સારે્ ડાયોડ D1 નો એનોડ(+) અને B છેડા સારે્ 
ડાયોડ D2 નો એનોડ(+) જોડી,બને્નના કેર્ોડ એકબીર્જ સારે્ જોડિામાાં આિે છે. 

 ગ ૂાંચળાના સેન્ટર ટેપ છેડા C અને કેર્ોડના કોમન છેડા િચ્ચે લોડ અિરોર્ RL ને શે્રણીમાાં 
જોડિામાાં આિે છે.અને RL ને સમાાંતર( Across) DC આઉટપટુ િોલ્ટેજ મેળિિામાાં આિે છે. 
 

 કાયા પદ્ધવત: ( Work Function) : 
 
 ac ના પ્રર્મ ર્ન અર્થચક્ર  દરમ્યાન ગૌણ ગુાંચળાનો એક છેડો A, સેન્ટર ટેપ C ની સાપેકે્ષ ર્ન 

બને અને ડાયોડ D1 ફોરિડથ બાયસ ર્ાય છે. આજ સમયે બીજો છેડો B,ઋણ ર્િાર્ી ડાયોડ 
D2 રીિસથ બાયસ ર્ાય છે.  

 આર્ી વિધતુપ્રિાહ IL એ , ડાયોડ D1, લોડ અિરોર્ RL અને ગૌણ ગુાંચળાના અર્થ ભાગમાાં 
િહ ેછે.  

 હિે ગૌણ ગ ૂાંચળાના ઋણ અર્થચક્ર દરમ્યાન ડાયોડ D2 ફોરિડથ બાયસ ર્ાય છે,  અને ડાયોડ 
D1 રીિસથ બાયસ ર્ાય છે. 

 આર્ી વિધતુપ્રિાહ IL એ , ડાયોડ D2, લોડ અિરોર્ RL અને ગૌણ ગુાંચળાના નીચેના અર્થ 
ભાગ માાંર્ી  િહ ેછે.  



 અહી બને્ન અર્થચક્ર દરમ્યાન લોડ અિરોર્ના બે છેડા િચ્ચે આપણને DC િોલ્ટેજ પ્રાપ્ત ર્ાય 
છે. 

 પણૂથતરાંગ રેકટીફાયરમાાં આઉટપટુની આવવૃિ ઈનપટુઆવવૃિની સાપેકે્ષ બેિડાય છે. 
(ડબલ ર્ાય છે.) 
 તરાંગ આકૃવત પરર્ી મહિમ લોડપ્રિાહ 

  

𝑰𝒎 =  
𝑽𝒎

𝑹𝑺 +  𝑹𝒇 +  𝑹𝑳
    … …  (𝟏)  

 

 જ્યાાં, 𝑹𝑺 = ગૌણ ગ ૂાંચળાના સેન્ટર ટેપર્ી એક છેડા (અર્ાથ ભાગ )નો અિરોર્, 𝑹𝒇 = ડાયોડનો 
ફોરિડથ અિરોર્ , અને  𝑹𝑳 =  લોડ અિરોર્.  

 તેમજ ઈનપટુિોલ્ટેજ  𝑽𝑺 =  𝑽𝒎 𝑺𝒊𝒏 𝝎𝒕 તર્ા આઉટપટુ dc િોલ્ટેજ શધુર્ dc નર્ી પરાંત ુ
ટપાંદયકુ્ટ્ત છે. તેર્ી ફોરીયર વિશ્લેષણમજુબ નીચે મજુબ મળે. 

𝟐𝑽𝒎

𝝅
  (𝐝𝐜 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭)  −  

𝟒𝑽𝒎

𝟑𝝅
 𝑪𝒐𝒔𝟐𝝎𝒕 −   

𝟒𝑽𝒎

𝟏𝟓𝝅
 𝑪𝒐𝒔𝟒𝝎𝒕 (𝒂𝒄 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕)  

……  ……  Eqn (2) 

 અહી acઘટકોની આવવૃિ 𝟐𝝎, 𝟒𝝎, ….  છે. આપના ac મેઈન્સ ની આવવૃિ 50 Hz છે,તેર્ી 
રેકટીફાઈડ િોલ્ટેજની આવવૃિ 100 Hz, 200 Hz,.... મળશે. 𝟐𝝎, 𝟒𝝎, ….   િગેરે આવવૃિિાળા 
ac ઘટકોનુાં મલુ્ય ઘણુાં ઓછુ હોિાર્ી ગણતરીમાાં લેિાતા નર્ી.  

 

 ગાલણતીય વિશ્ર્લેષણ: (Mathematical Analysis) : 

 (1) DC  આઉટપટુ પ્રિાહ 𝑰𝒅𝒄   ( DC Load Current   𝑰𝒅𝒄  )  

 બને્ન ડાયોડ માાંર્ી િહતેો વિધતુપ્રિાહ 𝒊𝟏 , અને  𝒊𝟐 અનકુ્રમે આ મજુબ ર્શે. 
 

𝒊𝟏 =  𝑰𝒎 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕 ર્ન અર્થચક્ર  દરમ્યાન  𝑫𝟏   માાં  [ 𝟎 <  𝝎𝒕 <  𝝅 ] 

……  …..  (1) 
𝒊𝟐 = 𝟎   ર્ન અર્થચક્ર  દરમ્યાન 𝑫𝟐  માાં     

𝒊𝟏
′  =   𝟎  ઋણ અર્થચક્ર  દરમ્યાન 𝑫𝟏   માાં  

𝒊𝟐
′  =   − 𝑰𝒎 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕  ઋણ અર્થચક્ર  દરમ્યાન   𝑫𝟐  માાં  [ 𝝅 <  𝝎𝒕 <  𝟐𝝅 ] 

 
 તેર્ી  લોડપ્રિાહ      𝒊𝑳 =  𝒊𝟏 +  𝒊𝟐 + 𝒊𝟏

′ +  𝒊𝟐
′     પરાંત ુ 𝒊𝟐 = 𝟎   તર્ા  𝒊𝟏

′  =   𝟎  લેતા, 
 લોડ અિરોર્ માાંર્ી િહતેો કુલ પ્રિાહ 𝒊𝑳 =  𝒊𝟏 +  𝒊𝟐

′   ર્ાશે. અને  



મહિમ પ્રિાહ 𝑰𝒎 =  
𝑽𝒎

𝑹𝑺+ 𝑹𝒇+ 𝑹𝑳
    ર્શે. 

 આઉટપટુ પ્રિાહ 𝒊𝑳 નુાં dc મલુ્ય એટલે તેનુાં સરેરાશ મલુ્ય, આ સરેરાશ મલુ્ય ઈનપટુના એક 
પણૂથચક્ર દરમ્યાન શોર્િાનુાં હોય છે. આર્ી તેને નીચે મજુબ લખી શકાય.  

𝑰𝒅𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅
 ∫ 𝒊𝑳 𝒅𝝎𝒕 

𝟐𝝅

𝟎

  

𝑰𝒅𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅
  [  ∫ 𝒊𝟏

𝝅

𝟎

 𝒅𝝎𝒕 +   ∫ 𝒊𝟏
′  𝒅𝝎𝒕 

𝟐𝝅

𝝅

 ]   

𝑰𝒅𝒄 =  
𝟏

𝟐𝝅
  [  ∫ 𝑰𝒎

𝝅

𝟎

 𝑺𝒊𝒏 𝝎𝒕 𝒅𝝎𝒕 +   ∫ (−𝑰𝒎 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕)𝒅𝝎𝒕 

𝟐𝝅

𝝅

 ]   

𝑰𝒅𝒄 =  
𝑰𝒎

𝟐𝝅
  [  ∫ 𝑺𝒊𝒏 𝝎𝒕 𝒅𝝎𝒕

𝝅

𝟎

 −   ∫ 𝑺𝒊𝒏 𝝎𝒕 𝒅𝝎𝒕

𝟐𝝅

𝝅

 ]   

𝑰𝒅𝒄 =  
𝑰𝒎

𝟐𝝅
 {  [−𝑪𝒐𝒔 𝝎𝒕]

𝝅

𝟎
 −   [−𝑪𝒐𝒔 𝝎𝒕]

𝟐𝝅

𝝅
  }    

𝑰𝒅𝒄 =  
𝑰𝒎

𝟐𝝅
 [ −𝑪𝒐𝒔 𝝅 +   𝑪𝒐𝒔 𝟎 + 𝑪𝒐𝒔 𝟐𝝅 − 𝑪𝒐𝒔 𝝅  ]   

𝑰𝒅𝒄 =  
𝑰𝒎

𝟐𝝅
  [− (−𝟏) + 𝟏 + 𝟏 − (−𝟏)]  =  

𝟒𝑰𝒎

𝟐𝝅
     

𝑰𝒅𝒄 =  
𝟐𝑰𝒎

𝝅
   

 

 (2)  આઉટપટુ વિજપ્રિાહ (લોડપ્રિાહ) નુાં RMS મલૂ્ય  𝐼𝑟𝑚𝑠  :  

                (RMS Value of Output Current or Load Current) 
 

 𝑰𝒓𝒎𝒔  એટલે આઉટપટુ માાં મળતા કુલ વિજપ્રિાહનુાં Root Mean Square Value 

(વિજપ્રિાહ ના સરેરાસ િગથનુાં િગીત મલૂ્ય)  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  √[
∫ 𝑰𝟎

𝟐𝟐𝝅
𝟎

𝟐𝝅
]     =    {

𝟏

𝟐𝝅
 [  ∫ 𝒊𝟏

𝟐𝝅

𝟎
 +  ∫ 𝒊𝟏

′ 𝟐𝟐𝝅

𝝅
  ] }

𝟏
𝟐⁄

 

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  
𝟏

√𝟐𝝅
  [∫ 𝑰𝒎

𝟐

𝝅

𝟎

𝑺𝒊𝒏𝟐𝝎𝒕 𝒅𝝎𝒕 + ∫ (−𝑰𝒎 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕)𝟐 

𝟐𝝅

𝝅

𝒅𝝎𝒕  ]

𝟏
𝟐⁄

 

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  
𝑰𝒎

√𝟐𝝅
 [∫ (

𝟏 − 𝑪𝒐𝒔𝟐 𝝎𝒕

𝟐
)

𝝅

𝟎

 𝒅𝝎𝒕 +  ∫ (
𝟏 − 𝑪𝒐𝒔𝟐 𝝎𝒕

𝟐
)

𝟐𝝅

𝝅

 𝒅𝝎𝒕 ]

𝟏
𝟐⁄

  



𝑰𝒓𝒎𝒔 =  
𝑰𝒎

√𝟐𝝅
  [(

𝝎𝒕

𝟐
 −   

𝑺𝒊𝒏𝟐 𝝎𝒕

𝟒
)

𝝅

𝟎
 + (

𝝎𝒕

𝟐
 −   

𝑺𝒊𝒏𝟐 𝝎𝒕

𝟒
)

𝟐𝝅

𝝅
 ]

𝟏
𝟐⁄

  

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  
𝑰𝒎

√𝟐𝝅
  [(

𝝅

𝟐
 −   𝟎)  +  (𝝅 −   

𝝅

𝟐
) ]

𝟏
𝟐⁄

 

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  
𝑰𝒎

√𝟐𝝅
  [(

𝝅

𝟐
 )  +  ( 

𝝅

𝟐
) ]

𝟏
𝟐⁄

 

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  
𝑰𝒎

√𝟐𝝅
  [𝝅 ]

𝟏
𝟐⁄   =   

𝑰𝒎

√𝟐√𝝅
  √𝝅   

𝑰𝒓𝒎𝒔 =  
𝑰𝒎

√𝟐
    

(3)  DC આઉટપટુ િોલ્ટેજ  𝑽𝒅𝒄  :  (DC Output Voltage 𝑽𝒅𝒄   ) 

પણૂથતરાંગ રેકટીફાયર માટે dc આઉટપટુ િોલ્ટેજ  

𝑽𝒅𝒄 =   𝑰𝒅𝒄  ×  𝑹𝑳   

𝑽𝒅𝒄 =   
𝟐𝑰𝒎

𝝅
  ×  𝑹𝑳   

 𝑽𝒅𝒄 =   
𝟐

𝝅
 ×  

𝑽𝒎

(𝑹𝑺+ 𝑹𝒇+ 𝑹𝑳)
 ×  𝑹𝑳    

𝑽𝒅𝒄 =   
𝟐 𝑽𝒎

𝝅 [
𝑹𝑺 + 𝑹𝒇

𝑹𝑳
 +   𝟏]

   

પરાંત ુ 𝑹𝑳   > > 𝑹𝑺 +  𝑹𝒇  

𝑽𝒅𝒄 =   
𝟐 𝑽𝒎

𝝅 
    

 

(4) મહિમ વિપરીત િોલ્ટેજ: (Peak Inverse Voltage- PIV): 
 

 



 
 આકૃવતમાાં દશાથવ્યા મજુબ જયારે ડાયોડ D1 ફોરિડથ બાયસમાાં હશે ત્યારે તે Close 

Switchતરીકે કાયથ કરે છે. 
 ડાયોડ D2 રીિસથ બાયસ હોિાર્ી Open Switch તરીકે કાયથ કરે છે.  

 ડાયોડ D2 નો એનોડ ગૌણ ગ ૂાંચળાના B સારે્ જોડાયેલ છે. જયારે કેર્ોડ ગૌણ ગ ૂાંચળાના A 
સારે્ ડાયોડ D1દ્વારા જોડાયેલ છે.  

 આકૃવતમાાં દશાથવ્યા મજુબ AB છેડા િચ્ચે મહિમ િોલ્ટેજ 𝟐𝑽𝒎  ( 𝑽𝒎 + 𝑽𝒎 )  ર્શે. જે 
ડાયોડ D2 ના એનોડ–કેર્ોડ િચ્ચે મળશે. 

∴   𝑷𝑰𝑽 = 𝟐𝑽𝒎   
 

(5)  પિૂાતરાંગ રેકટીફાયરની કાયાક્ષમતા અથિા રેકટીટફકેશનનો દર:  

   (Efficiency of HWR or Ratio of Rectification):  
 

રેકટીફાયરની કાયથક્ષમતા (𝛈) =  
લોડ અિરોધમાાં મળતી  d.c.  ઉર્જા 

ટ્રાન્સફોમારના ગૌિ ગુાંચળા માાંથી મળતી  a.c.  ઉર્જા   

  

𝜼 =   
𝑷𝒅𝒄

𝑷𝒂𝒄
   

 પણૂથતરાંગ રેકટીફાયર માટે,    𝑰𝒅𝒄  =   
𝟐𝑰𝒎

𝝅
     અને       𝑰𝒓𝒎𝒔  =   

𝑰𝒎

√𝟐
   છે.  

𝑷𝒅𝒄  =   𝑰𝒅𝒄
𝟐   ×   𝑹𝑳     =   (

𝟐𝑰𝒎

𝝅
)

𝟐

 ×   𝑹𝑳    

અને  𝑷𝒂𝒄  =   𝑰𝒓𝒎𝒔
𝟐  ×  (𝑹𝒇 +  𝑹𝑳)   =    (

𝑰𝒎

√𝟐
)

𝟐

 ×  (𝑹𝒇 +  𝑹𝑳) 

𝜼 =   
𝑷𝒅𝒄

𝑷𝒂𝒄
   =   

(
𝟐𝑰𝒎

𝝅 )
𝟐

 ×   𝑹𝑳

(
𝑰𝒎

√𝟐
)

𝟐

 ×  (𝑹𝒇 + 𝑹𝑳)

     

 

𝜼 =   
𝑷𝒅𝒄

𝑷𝒂𝒄
   =   

𝟖 

𝝅𝟐
 ×  

𝑹𝑳

(𝑹𝒇 +  𝑹𝑳)
 =  

𝟎. 𝟖𝟏𝟐

𝟏 +  
𝑹𝒇

𝑹𝑳

     

 

 જો  𝑹𝑳   > >  𝑹𝒇    તો  𝜼 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟐  (રેકટીફીકેશન દર)  એટલે કે ટકાિારીમાાં 81.2 % 

મળે છે.  



 અહી નોંર્ી શકાય કે અર્થતરાંગ રેકટીફાયર ની કાયથક્ષમતા (૦.406) કરતા પણૂથતરાંગ 
રેકટીફાયર ની કાયથક્ષમતા (૦.812 ) બમણી મળે છે.એટલે કે કાયથક્ષમતા ડબલ છે. 

 
 

(6)  રીપલ ફેક્ટ્ટર / રીપલ અંક: (Ripple Factor) 

 

રીપલ અંક(𝛄)  =  
આઉટપટુમાાં મળતા 𝐚. 𝐜. િોલ્ટેજ  અથિા પ્રિાહ નુાં 𝐑𝐌𝐒 મલુ્ય  

𝐝. 𝐜. િોલ્ટેજ અથિા પ્રિાહ નુાં મલુ્ય   

રીપલ અંક (𝜸) =  
𝑰𝒓𝒓𝒎𝒔

𝑰𝒅𝒄
       

રીપલ અંક (𝜸) =   √(
𝑰𝒓𝒎𝒔

𝑰𝒅𝒄
)

𝟐

− 𝟏   

 

 પણૂથતરાંગ રેકટીફાયર માટે,    𝑰𝒅𝒄  =   
𝟐𝑰𝒎

𝝅
     અને       𝑰𝒓𝒎𝒔  =   

𝑰𝒎

√𝟐
   છે.  

 

 

રીપલ અંક (𝜸) =   √  [

𝑰𝒎

√𝟐
⁄

𝟐𝑰𝒎
𝝅⁄

]

𝟐

−   𝟏       =   √(
𝝅𝟐

𝟖
) −   𝟏   

 

રીપલ અંક (𝜸) = 𝟎. 𝟒𝟖𝟐  𝒐𝒓   𝜸 = 𝟒𝟖. 𝟐 % (ટકાિારીમાાં )   

 

 અહી નોંર્ી શકાય કે અર્થતરાંગ રેકટીફાયરમાાં મળતા રીપલ અંક (1.21) કરતા પણૂથતરાંગ 
રેકટીફાયરમાાં રીપલ અંક અર્ો (૦.482 ) મળે છે. એટલે કે 𝜸  નુાં મલુ્ય નીચુાં જતા 
રેકટીફીકેશન ખબુજ સારુાં  (બમણુાં) મળયુાં કહિેાય. 

 

 રાન્સફોમથર ઉપયોગીતા અંક :  

 ( Transformer Utilization Factor – TUF )  
 

 પણૂથતરાંગ રેકટીફાયરમાાં સરેરાસ TUF પ્રાર્વમક ગ ૂાંચળા માટે અને ગૌણ ગ ૂાંચળા 
માટે અલગર્ી ગણાય છે.  



 અહી TUF નુાં મલુ્ય ૦.693 મળે છે. જે અર્થતરાંગ રેકટીફાયરના રાન્સફોમથર ના 
TUF (૦.287) કરતા જુદો મળે છે.  

 સેકન્ડરીના બે ભાગમાાં વિરુદ્ધ પ્રિાહ િહતેો હોિાર્ી dc પ્રિાહની કોર માાં સાંતપૃ્ત 
ફ્લ્લ્ક્ટ્સનો પ્રશ્ન ર્તો નર્ી. 

 
 
 
 

 

 લિજ રેકટીફાયર (Bridge Rectifier) : 

 મોટાભાગના પાિર સપ્લાયમાાં લિજ રેકટીફાયર પકરપર્નો ઉપયોગ ર્ાય છે.  

 લિજ રેકટીફાયર એ પણૂથતરાંગ રેકટીફાયર છે.  

 જેમાાં બે ને બદલે ચાર ડાયોડનો ઉપયોગ કરિામાાં આિે છે. તેમાાં સેન્ટર ટેપ રાન્સફોમથરની 
જરૂર પડતી નર્ી.  

 આિા એક લિજ રેકટીફાયરનો પકરપર્ આકૃવત -1 માાં દશાથિેલ છે. 

  

 



 

 કાયા:   

 ગૌણ ગ ૂાંચળાના ર્ન અર્થચક્ર દરમ્યાન ડાયોડ 𝑫𝟐  અને  𝑫𝟑 ફોરિડથ બાયસ 
ર્ાય છે. અને  𝑫𝟏  અને  𝑫𝟒 રીિસથબાયસ ર્ાય છે. તેર્ી લોડપ્રિાહ  𝑰𝑳 ગૌણ 
ગ ૂાંચળા માાંર્ી નીકળી 𝑫𝟐 →  𝑹𝑳  → 𝑫𝟑  માાંર્ી પસાર ર્ઈ ને પાછો ગૌણ 
ગ ૂાંચળામાાં આિે છે.  

 આ સમય દરમ્યાન 𝑫𝟏  અન ે 𝑫𝟒  માાંર્ી પ્રિાહ િહતેો નર્ી. 
 હિે ઋણ અર્થચક્ર દરમ્યાન ડાયોડ 𝑫𝟏  અને  𝑫𝟒 ફોરિડથ બાયસ ર્ાય છે. અને  

𝑫𝟐  અને  𝑫𝟑 રીિસથબાયસ ર્ાય છે. તેર્ી લોડપ્રિાહ  𝑰𝑳 ગૌણ ગ ૂાંચળા માાંર્ી 
નીકળી 𝑫𝟏 →  𝑹𝑳  → 𝑫𝟒  માાંર્ી પસાર ર્ઈને પાછો ગૌણ ગ ૂાંચળામાાં આિે છે. 

 આ સમય દરમ્યાન 𝑫𝟐 અને  𝑫𝟑  માાંર્ી પ્રિાહ િહતેો નર્ી. 
 અહી બને્ન કકટસામાાં લોડ અિરોર્ 𝑹𝑳  લોડપ્રિાહ 𝑰𝑳  એકજ કદશામાાં િહ ે છે. 

પકરણામે 𝑹𝑳  ના બે છેડા િચ્ચેનો આઉટપટુ િોલ્ટેજ Vdc મળે છે. જેના 
િેિફોમથ (Fig: 2) માાં દશાથિેલ  છે. 

 આ આઉટપટુ િોલ્ટેજ Vdc, એ પણૂથતરાંગ રેકટીફાયર જેિોજ ટપાંદયકુ્ટ્ત છે.  



 અહી એ યાદ રાખવુાં જરૂરી છે કે લિજ રેકટીફાયરમાાં એક સારે્ બે ડાયોડ 
કાયાથસ્ન્િત ર્ાય છે. જયારે પણૂથતરાંગ રેકટીફાયરમાાં ફક્ટ્ત એકજ ડાયોડ 
કાયાથસ્ન્િત ર્ાય છે. 

 લિજ રેકટીફાયરમાાં આઉટપટુ િોલ્ટેજ Vdc, એ પણૂથતરાંગ રેકટીફાયર જેિોજ 

હોિાર્ી તેનુાં ગાલણતીય વિશ્લેષણ પણ સરખજુ મળે છે. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  રેકટીફાયર પકરપર્ો િચ્ચેનો તફાિત: (સરખામણી)  

 
 

ક્રમ ભૌવતક રાશી 
અર્થતરાંગ 

રેકટીફાયર 

પણૂથતરાંગ 

રેકટીફાયર 

લિજ 

રેકટીફાયર 

1 ડાયોડની સાંખ્યા 1 2 4 

2 PIV 𝑽𝒎 𝟐𝑽𝒎 𝑽𝒎 

3 મહિમ લોડપ્રિાહ (𝑰𝒎) 
𝑽𝒎

𝑹𝒇 +  𝑹𝑳 +  𝑹𝑺 
 

𝑽𝒎

𝑹𝒇 +  𝑹𝑳 +  𝑹𝑺 
 

𝑽𝒎

𝑹𝒇 +  𝑹𝑳 +  𝑹𝑺 
 

4 𝑰𝒓𝒎𝒔 
𝑰𝒎

𝟐
 

𝑰𝒎

√𝟐
 

𝑰𝒎

√𝟐
 



5 𝒅𝒄 પ્રિાહ 𝑰𝒅𝒄  
𝑰𝒎

𝝅
 

𝟐𝑰𝒎

𝝅
 

𝟐𝑰𝒎

𝝅
 

6 
𝒅𝒄 આઉટપટુ િોલ્ટેજ  𝑽𝒅𝒄  

(𝑰𝒅𝒄  = 0 ) 

𝑽𝒎

𝝅
 

𝟐𝑽𝒎

𝝅
 

𝟐𝑽𝒎

𝝅
 

7 રીપલ અંક 1.21 ૦.482 ૦.482 

8 રીપલ આવવૃિ 𝒇𝒊 𝟐𝒇𝒊 𝟐𝒇𝒊 

9 કાયથક્ષમતા 40.6 % 81.2 % 81.2 % 

 
 
 
 
 
 

  કફલ્ટર પકરપર્ો (Filter Circuit) : 

 પ્રટતાિના (Introduction) 

 એકદીશકારક ના અભ્યાસ પરર્ી તારિી શકાયુાં કે રેસ્ક્ટ્ટફાયર પરીપર્ િડે એક કદશામાાં  
િર્ઘટિાળો વિદ્યતુ પ્રિાહ મળે છે.  

 જેમાાં બેટરી જેિો શદુ્ધ dc િોલ્ટેજ મળતો નર્ી.  

 અર્રાંગ રેસ્ક્ટ્ટફાયરમાાં રીપલ અંક (ટપાંદઅંક) એટલે કે ac ઘટકોનુાં પ્રમાણ 121%  અને 
પણૂથતરાંગ રેસ્ક્ટ્ટફાયર તેમજ લિજ રેસ્ક્ટ્ટફાયર માાં આ પ્રમાણ 48% છે.  

 એટલે કે દરેકમાાં આઉટપટુ(output) ટપાંદન યકુ્ટ્ત હોય છે. આિો ટપાંદન યકુ્ટ્ત dc કોઈપણ 
ઉપકરણમાાં આપતા વિકૃવત પેદા કરે છે.  

 જેર્ી રેસ્ક્ટ્ટફાયરના આઉટપટુમાાં મળતા આિા ટપાંદન યકુ્ટ્ત  ac ઘટકોને દૂર કરિા જરૂરી બને 
છે.  

 આમ રેક્ટ્ટીફાયર આઉટપટુ સારે્ કેપેસીટર અને ઇન્ડકટર જેિા ઘટકોનો ઉપયોગ કરી 
બનાિેલ યોગ્ય પરીપર્ો નુાં જોડાણ કરતા ac ટપાંદનો ઘટાડી શકાય છે.  



 આિા પકરપર્ો ને કફલ્ટર પકરપર્ો કહ ેછે. ac ઘટકો માટે ઇન્ડકટર નો ઇન્ડકટીિ  કરએક્ટ્ટન્સ 
(reactance 𝑿𝑳 = 𝑾𝑳) ઘણો મોટો હોય છે. અને કેપેસીટર નો કેપેવસટીિ કરએક્ટ્ટન્સ (𝑿

𝑪
=

 𝟏 𝑾𝑪⁄  )  ઘણો નાનો હોય છે.   

 આ લાક્ષલણકતાનો  ઉપયોગ કરી ઈન્ડક્ટ્ટર અને કેપેસીટર નો જુદા જુદા જોડાણો દ્વારા ટપાંદ 

યકુ્ટ્ત રીપલ િોલ્ટેજ ને દૂર કરી શદુ્ધ dc િોલ્ટેજ મેળિિા માટે જુદા જુદા કફલ્ટર પકરપર્ો 
તૈયાર કરી શકાય છે.  

 કેપેસીટર અને ઇન્ડકટર(ચોક) ના આિા જોડાણર્ી જુદા-જુદા ચાર પ્રકારના કફલ્ટર પરીપર્ો 
મળે છે. 

(1) પે્રરક(ઈન્ડક્ટ્ટર) કફલ્ટર: (Inductor Choke Filter) 

(2) કેપેસીટર કફલ્ટર: (Capacitor Filter) 

(3) ચોક ઇનપટુ કફલ્ટર (Choke input Filter) અર્િા L-C કફલ્ટર 

(4)  શાંટ કેપેસીટર કફલ્ટર(Capacitor Input Filter) અર્િા C-L-C કફલ્ટર અર્િા π  સેકશન 
કફલ્ટર. 

  પે્રરક કફલ્ટર: (Inductor Choke Filter ) 

 આકૃવત-1 માાં દશાથવ્યા મજુબ ઇન્ડક્ટ્ટર(પે્રરક) ને રેસ્ક્ટ્ટફાયર ના output અને લોડ 
અિરોર્ સારે્ શે્રણીમાાં જોડિામાાં આિે છે.  

 

 Fig:1 Full –Wave Rectifier with Inductor Filter 



 ઇન્ડક્ટ્ટર(પે્રરક) ની લાક્ષલણકતા મજુબ રેકટીફીકેશન દ્વારા આઉટપટુમાાં મળતી ac 
િર્ઘટનો વિરોર્ કરે છે, અને તેને અટકાિે છે. 

 જ્યારે તેમાાંર્ી પસાર ર્તો પ્રિાહ બદલાય છે, ત્યારે ઇન્ડકટર માાં પ્રવત 
વિદ્યતુચાલક બળ (back e.m.f.) ઉત્પન ર્ાય છે.  

 જેના કારણે રેસ્ક્ટ્ટફાયર ની િર્ઘટ ને અટક આિે છે, એટલે કે ઇન્ડકટર નો 
ચુાંબકીય શસ્ક્ટ્ત ટિરૂપે ઉર્જથ સાંગ્રહ કરિાના ગણુર્મથ ને લીરે્ પકરપર્માાં સાંગ્રકહત 
ઉર્જથ િહિેડાિે છે. બીજી રીતે વિચારીએ તો ac ઘટકો માટે તેનો કરએક્ટ્ટન્સ િરે્ 
છે.  

 જયારે dc ઘટકો માટે શનૂ્ય ર્ાય છે, તેર્ી ac ઘટકોને અટકાિે છે. (ac block) 
કરે છે.  જ્યારે dc ઘટકો સરળતાર્ી પસાર ર્ાય છે. 

 
 

 આકૃવત-2 પરર્ી સમજી શકાય છે કે કફલ્ટર િગર મળતા આઉટપટુ કરતા 
ઇન્ડક્ટ્ટર કફલ્ટરનુાં જોડાણ કરિાર્ી આઉટપટુ િર્ારે ટમરુ્(Smooth) મળે છે.  

 પણૂથતરાંગ રેસ્ક્ટ્ટફાયર સારે્ ઇન્ડક્ટ્ટર કફલ્ટર જોડાયા પછી રીપલ અંકમાાં મોટો 
ફેરફાર મળે છે. તે સમજિા પણૂથતરાંગના આઉટપટુ નુાં  ફોરીયર શે્રણી મજુબના 
સમીકરણ પરર્ી 

𝒊 =  
𝟐𝑰𝒎

𝝅
−

𝟒𝑰𝒎

𝟑𝝅
𝒄𝒐𝒔𝟐𝝎𝒕 … … ..  (𝟏)  



  અહીં સરળતા ખાતર 𝑹𝑳 ની સરખામણી એ 𝑹𝑺 અને 𝑹𝒇  ને અિગણિામાાં આિે 
છે. તે પછી 𝑰𝒎 =

𝑽𝒎
𝑹𝑳

⁄   ( 𝑽𝒎 અહી 𝑽𝑺 ના મહત્તમ (𝐩𝐞𝐚𝐤)િોલ્ટેજ નથી ) પણ L 
નો અિબાર્ (ઈમ્પીડન્સ) અને 𝑹𝑳 શે્રણીમાાં હોિાર્ી 𝟐𝝎𝒕 અને ac ઘટકોની 
અસરબદલાય છે. 

𝐙 =  √𝑹𝟐 + (𝟐𝝎𝑳)𝟐  =  √𝑹𝟐 + 𝟒𝝎𝟐𝑳𝟐 

 તેર્ી ac ઘટકો માટે 

𝑰𝒎 =  
𝑽𝒎

𝒁
=  

𝑽𝒎

√𝑹𝟐 + 𝟒𝝎𝟐𝑳𝟐
 

 તેર્ી પકરણામી લોડપ્રિાહ  

𝒊 =  
𝟐𝑽𝒎

𝝅𝑹𝑳
− 

𝟒𝑽𝒎

𝟑𝝅√𝑹𝟐 + 𝟒𝝎𝟐𝑳𝟐
 𝒄𝒐𝒔(𝟐𝝎𝒕 − ∅) … . … (𝟐) 

 

જ્યાાં ∅ લોડપ્રિાહ અને િોલ્ટેજ િચ્ચેનો કળા તફાિત છે. તે  ∅ =  𝐭𝐚𝐧−𝟏 𝟐𝝎𝑳

𝑹𝑳
   

 પે્રરક કફલ્ટર પકરપર્ માાં રીપલ ફેક્ટ્ટર (ટપાંદઅંક):   

     (Ripple Factor for Inductor Choke Filter ) 
 

 લોડઅિરોર્ માાં મળતા ac પ્રિાહનુાં rms મલૂ્ય dc પ્રિાહના મલૂ્યના ગણુોિરને 
રીપલ ફેક્ટ્ટર(ટપાંદ અંક) કહ ેછે. 

𝛄 =  
𝑰𝒓  𝒓𝒎𝒔

𝑰𝒅𝒄
 =  

𝟒𝑽𝒎

𝟑𝝅√𝟐 √𝑹𝑳
𝟐 + 𝟒𝝎𝟐𝑳𝟐

𝟐𝑽𝒎

𝝅𝑹𝑳

 

 

𝛄 =  
𝟐

𝟑√𝟐
 ×  

𝟏

√𝟏 +
𝟒𝝎𝟐𝑳𝟐

𝑹𝑳
𝟐  

   … … … . (𝟏) 

 



 અહી     𝟒𝝎𝟐𝑳𝟐

𝑹𝑳
𝟐   ≫ 𝟏     માટે સાદુરૂપ આપતા  

𝛄 =  
𝑹𝑳

𝟑√𝟐𝝎𝑳
   … … … ..  (𝟐)  

 જો ac સપ્લાયની આવવૃિ f = 50 Hz  અને  L હને્રીમાાં અને 𝑹𝑳 ઓહ્મ માાં  હોય 
તો,  

રીપલ ફેક્ટ્ટર(ટપાંદ અંક) = 𝛄 =  
𝑹𝑳

𝟏𝟑𝟑𝟑𝑳 
  

 આ સમીકરણ પરર્ી કહી શકાય કે ઇન્ડકટર કફલ્ટરમાાં L નુાં મલુ્ય િધ ુલેતા 
રીપલ ઘટે છે. અને સારે્-સારે્  લોડપ્રિાહ ઘટતા (𝑹𝑳  નુાં મલુ્ય િર્તા ) રીપલ 
(ટપાંદ) િરે્ છે.  

 આ સમીકરણ મજુબ જો  𝑹𝑳   અનાંત હોય એટલે કે નો-લોડ(No Load) િખતે 
રીપલ અંક ની કકિંમત,  

𝛄 =  
𝟐

𝟑√𝟐 
 = 𝟎. 𝟒𝟕𝟏   

 આ મલૂ્ય પણૂથતરાંગ રેકટીફાયર માાં મળતા રીપલ અંક ના મલુ્ય ૦.482 ની નજીક 
છે. આર્ી તારણ કાઢી શકાય કે જ્યારે 𝑹𝑳 નુાં મલુ્ય નાનુાં હોય , જેર્ી લોડ પ્રિાહ 
ઉંચો મેળિિાનો હોય ત્યારે ઇન્ડકટર(પે્રરક) કફલ્ટર િધ ુઅસરકારક સાલબત ર્ાય 
છે. 

 
 

 પે્રરક કફલ્ટર પકરપર્ માાં DC આઉટપટુ િોલ્ટેજ 𝑽𝒅𝒄 ) :   

       (DC Output Voltage 𝑽𝒅𝒄 for Inductor Choke Filter) 
 

 પકરપર્માાં dc આઉટપટુ િોલ્ટેજ 𝑽𝒅𝒄 =  
𝟐𝑽𝒎

𝝅
   છે. જે 𝑰𝒅𝒄  ∙  𝑹𝑳 પરર્ી મેળિાય 

છે. પરાંત ુઅહી આ ત્યારેજ શક્ય બને છે કે જ્યારે ઇન્ડકટર નો અિરોર્ શનૂ્ય 
હોય. પરાંત ુઇન્ડકટર નો અિરોર્ સામાન્ય રીતે અિગણી શકાય નહી.  



 તેર્ી  𝑽𝒅𝒄 =  
𝟐𝑽𝒎

𝝅
 ∙

𝑹𝑳

𝑹𝑳+𝑹
    જ્યાાં, 𝑹 =  𝑹𝑺 + 𝑹𝒇 + 𝑹′ 

𝑾𝒉𝒆𝒓𝒆   𝑹′ = 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓′𝒔 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓 

તેર્ી,  𝑽𝒅𝒄 =  
𝟐𝑽𝒎

𝝅
−  𝑰𝒅𝒄  ∙ 𝑹 

 આ સમીકરણ પરર્ી કહી શકાય કે જેમ ઇન્ડકટરનો અિરોર્ ઉંચો તેમ િોલ્ટેજ 
રેગ્યલેુશન નીચુાં એટલે કે પરીપર્માાં ઇન્ડકટર જોડતા આઉટપટુ િોલ્ટેજ ઘટે છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  કેપેસીટર  કફલ્ટર (શાંટ કેપેસીટર કફલ્ટર): (Capacitor Filter ) 

 

 કેપેસીટર કફલ્ટર પકરપર્ સામાન્ય વ્યિહારમાાં બહોળા પ્રમાણમાાં િપરાય છે.  

 આકૃવત-1 માાં દશાથવ્યા મજુબ કેપેસીટરને રેસ્ક્ટ્ટફાયર ના output સારે્ સમાાંતરમાાં જોડી લોડ 
અિરોર્ RL સમાાંતર જોડાય છે. 



 

 પકરપર્માાંર્ી િહતેા ac ઘટકો માટે કેપેસીટરનો રીએકટન્સ  ઘણો ઓછો હોય છે. 

 જ્યારે dc ઘટકો માટે તે અનાંત છે.  

 જેર્ી ઘટકો કેપેસીટરમાાં સોટથ  ર્ાય છે.  જ્યારે dc ઘટકો RL માાંર્ી પસાર ર્ાય છે.  

 બીજી રીતે કહીએ તો કેપેસીટર ના િીજકે્ષત્ર ટિરૂપે ઉર્જથ સાંગ્રહિાનો ગણુર્મથ output  ને ટમરુ્ 
(smooth) બનાિે છે. 

 જેમાાં તે  દરેક િર્ઘટે ચાર્જ િંગ અને ડીટચાર્જ ર્ઈ લોડઅિરોર્ RL ને સમાાંતર િર્ઘટ ઘટાડે છે. 
 આમ કેપેસીટર રેકટીફાયર ના આઉટપટુના મહિમ મલુ્ય Vm સરુ્ી ચાર્જ ર્ાય છે. 

 જ્યારે િોલ્ટેજ ઘટે ત્યારે RL માાં કડટચાર્જ ર્ઈ રીપલ ઘટાડે છે.  

 અહીં આઉટપટુમાાં િોલ્ટેજ નુાં મલૂ્ય લગભગ Vm જેટલુાં જળિાય રહ ેછે. 

 કેપેસીટર  ટફલ્ટર માટે રીપલ અંક: (Ripple Factor) 



 
 

 આકૃવત-2 માાં કેપેસીટર માટે ચાર્જ િંગ અને કડટચાર્જ િંગ ની સમજ દશાથિતા તરાંગો દશાથવ્યા છે.  

 સામાન્ય રીતે કેપેસીટર નો ચાર્જ િંગ સમય ક્ષલણક હોય છે. જ્યારે કડટચાર્જ સમય ઘણો જ 
મોટો હોય છે.  

 અહીં  T1 જેટલા ટૂાંકા ગાળામાાં કેપેસીટર ચાર્જ ર્ાય છે અને T2 સમય સરુ્ી કડટચાર્જ ર્ાય છે.  

 આ દરવમયાન કેપેસીટરમાાં ચાર્જના ફેરફાર પરર્ી 
𝑸 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 =  𝑰𝒅𝒄  ×  𝑻𝟐  

 

 આટલો જ ચાર્જ કેપેસીટર T1 સમયમાાં મેળિે છે. 

𝑸 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 =  𝑽𝒓  𝒑−𝒑  ×   𝑪          ( ∵  𝑸 = 𝑉𝐶) 

 કેપેસીટર માટે    𝑸 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 = 𝑸 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆  

𝑽𝒓  𝒑−𝒑  ×   𝑪  =  𝑰𝒅𝒄  ×  𝑻𝟐     

𝑽𝒓  𝒑−𝒑 =  𝑰𝒅𝒄   ×   
𝑻𝟐

 𝑪
 … … … . . … …  (1)   

પરાંત ુ  

𝑻𝟏 + 𝑻𝟐  =  
𝑻

𝟐
    𝐛𝐮𝐭    𝑻𝟏  ≪  𝑻𝟐     ∴   𝑻𝟐 =  

𝑻

𝟐
    &  𝑽𝒓  𝒑−𝒑 =  

𝑰𝒅𝒄

𝟐𝒇𝑪
 

 કેપેસીટર ના આઉટપટુ િોલ્ટેજનુાં rms મલૂ્ય  

𝑽𝒓  𝒓𝒎𝒔 =  
𝑽𝒓  𝒑−𝒑

𝟐√𝟑
  … … … ..  (𝟐) 

 ઉપરના સમીકરણ (2) માાં , સમીકરણ (1) ની કકિંમત લેતા, તર્ા 𝑻𝟐 =  
𝑻

𝟐
   મકુ્ટ્તા  

𝑽𝒓  𝒓𝒎𝒔 =  
𝑰𝒅𝒄

𝟒√𝟑  𝒇𝑪
 =  

𝑽𝒅𝒄

𝟒√𝟑  𝒇𝑹𝑳𝑪
 . . . .  . . .  (𝟑) 

 રીપલ અંક (વ્યાખ્યા પરર્ી ) 
 



𝛄 =  
𝑽𝒓  𝒓𝒎𝒔 

𝑽𝒅𝒄 
 ==  

𝟏

𝟒√𝟑  𝒇𝑹𝑳𝑪
… ….  (𝟒) 

  

𝒇𝒐𝒓 𝒇 = 𝟓𝟎 𝑯𝒛 , & 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆  𝑪 𝒊𝒏 𝝁𝑭 &  𝑹𝑳 𝒊𝒏 𝒐𝒉𝒎𝒔 𝒖𝒏𝒊𝒕 , 𝒕𝒉𝒆𝒏   𝛄 =  
𝟐𝟖𝟗𝟎

𝑹𝑳𝑪
….  . .  (𝟓)  

 

 રીપલ અંક ના સમીકરણ પરર્ી કહી શકાય કે 𝑪 નુાં મલૂ્ય િર્ારતા રીપલ (ટપાંદ) ઘટે છે. 
અને 𝑹𝑳  િર્ારતા (લોડપ્રિાહ ઘટતા ) રીપલ અંક 𝛄 ઘટે છે.  
 

 આમ કેપેસીટર  ટફલ્ટર કફલ્ટર નીચા લોડપ્રિાહ માટે અસરકારક છે.  
(MCQ) 

 
 
 

 કેપેસીટર ટફલ્ટર માટે DC આઉટપટુ િોલ્ટેજ (𝑉𝑑𝑐) : 
     (DC Output Voltage for Capacitor Filter): 
 

𝑽𝒅𝒄 =  𝑽𝒎 −
𝑽𝒓  𝒑−𝒑

𝟐
  , 𝑽𝒓  𝒑−𝒑 =  

𝑰𝒅𝒄

𝟐𝒇𝑪 
   &   𝑰𝒅𝒄 =  

𝑽𝒅𝒄

𝑹𝑳
   

 
 

𝑽𝒅𝒄 = 𝑽𝒎 −  
𝑰𝒅𝒄

𝟒𝒇𝑪 
=  [

𝟒𝒇𝑹𝑳𝑪

𝟒𝒇𝑹𝑳𝑪 + 𝟏
] ∙ 𝑽𝒎   

 
 

 આ પરર્ી  કહી શકાય કે  𝑪   અને  𝑹𝑳  િર્તા રીપલ ઘટે છે. 
 
 
 
 

 ચોક ઈનપટુ ટફલ્ટર અથિા L-C ટફલ્ટર (L-સેક્સન ટફલ્ટર) : 
      (Choke Input Filter or L-C Filter or L-Section Filter) 
 



 ઇન્ડકટર કફલ્ટરમાાં આપણે સમજ્યા કે લોડઅિરોર્𝑹𝑳 ના િર્ારા સારે્ રીપલમાાં િર્ારો 
ર્ાય છે.  

 જ્યારે કેપેસીટર કફલ્ટરમાાં લોડઅિરોર્ 𝑹𝑳 ના િર્ારા સારે્ રીપલમાાં ઘટાડો ર્ાય છે.  

 પરાંત ુઇન્ડકટર કફલ્ટર અને કેપેસીટર કફલ્ટર ને એક સારે્ જોડતા બનત ુકફલ્ટર ચોક ઈનપટુ 
કફલ્ટર  અર્િા L-C કફલ્ટર અર્િા L- સેકસન કફલ્ટર કહ ેછે. 

  L- સેકસન કફલ્ટરમાાં  રીપલ,એ લોડ અિરોર્  𝑹𝑳 ર્ી ટિતાંત્ર રહ ેછે.  

 આકૃવત-1માાં  L-C  કફલ્ટર નુાં જોડાણ, પણૂથતરાંગ રેસ્ક્ટ્ટફાયરના આઉટપટુ ટવમિનલ સારે્ 
જોડિા નો ભાગ દશાથવ્યો છે. 

 
 

 પણૂથ તરાંગ રેસ્ક્ટ્ટફાયર ના આઉટ પટુ િોલ્ટેજ માાં મળતા ac ઘટકો નુાં મલૂ્ય 

       𝑽𝒅𝒄 =  𝑽𝒓𝒎𝒔 =  
√𝟐

𝟑
 𝑽𝒅𝒄    જેટલુાં હોય છે.  

 

 L-C કફલ્ટર ના આઉટપટુમાાં મળતા દેશી ઘટકોનુાં ac ઘટકોનુાં rms મલૂ્ય 

𝑽𝒓  𝒓𝒎𝒔 =  𝑽𝒓𝒎𝒔  × (ટફલ્ટર નેટિકા  નો ઈમ્પીડન્સ) 

 
 
 

  ચોક ઈનપટુ ટફલ્ટર  અથિા L-C ટફલ્ટર માટે રીપલ અંક: 
      (Ripple Factor for Choke Input or L-C Filter) 

 



 રીપલ પ્રિાહ ઇન્ડકટર(L) માાં સરળતાર્ી પસાર ર્તા નર્ી તેર્ી ઇન્ડકટર(L),   𝑹𝑳 ને 
સમાાંતર રીપલ િોલ્ટેજ ઘટાડે છે.  

 અહી કેપેસીટર નો રીએક્ટ્ટન્સ રીપલ આવવૃિ માટે 𝑹𝑳 માાં મળતી રીપલ આવવૃિ કરતા 
નાનો હોય છે. તેર્ી L-C કફલ્ટર ડીિાઈન કરિા માટે, 

𝑿𝑪  ≪  𝑹𝑳   &    𝑿𝑳  ≫  𝑿𝑪          𝒘𝒉𝒆𝒏     𝟐𝝎 = 𝟒𝝅𝒇    

 તેર્ી ,  

𝑽𝒓  𝒓𝒎𝒔 = 𝑽𝒓𝒎𝒔 ∙  
𝑿𝑪  ∥  𝑹𝑳

𝑿𝑳 +  (𝑿𝑪  ∥  𝑹𝑳)
         માાં      𝑿𝑪  ∥  𝑹𝑳  થાય   

  

𝑽𝒓  𝒓𝒎𝒔 = 𝑽𝒓𝒎𝒔 ∙  
𝑿𝑪 

 (𝑿𝑪  ∥  𝑹𝑳)
 =   𝑽𝒓𝒎𝒔 ∙  

𝑿𝑪

𝑿𝑳
       , 𝑩𝒖𝒕  𝑽𝒓𝒎𝒔 =  

√𝟐

𝟑
∙ 𝑽𝒅𝒄   મકુતા    

   

𝑽𝒓  𝒓𝒎𝒔 =
√𝟐

𝟑
∙

𝑿𝑪

𝑿𝑳
∙ 𝑽𝒅𝒄    

 રીપલ અંક ની વ્યાખ્યા મજુબ , 

𝛄 =  
𝑽𝒓  𝒓𝒎𝒔

𝑽𝒅𝒄
 =

√𝟐

𝟑
∙

𝑿𝑪

𝑿𝑳
   

 

 પરાંત ુ     𝑿𝑪 =
𝟏

𝟐𝝎𝑪
       &      𝑿𝑳 = 𝟐𝝎𝑳 

 

𝛄 =
√𝟐

𝟑
 ∙

𝟏

𝟐𝝎𝑪
∙

𝟏

𝟐𝝎𝑳
 =  

√𝟐

𝟏𝟐
 ∙

𝟏

𝝎𝟐𝑳𝑪
   

 જ્યારે 

   𝒇 = 𝟓𝟎 𝑯𝒛     ત્યારે   𝛄 =
𝟏. 𝟏𝟗𝟓

𝑳𝑪
 

 

 અહી,ઇન્ડકટર (L), હનેરી(H)માાં અને કેપેસીટર (C) ને μF માાં લેિામાાં આિે છે. ઉપરના 
સમીકરણ પરર્ી કહી શકાય કે L-C Filter માાં રીપલ અંક 𝑹𝑳 ર્ી ટિતાંત્ર છે. તે ફક્ટ્ત L 
અને C ના મલુ્યો િર્ારી ઘટાડી શકાય છે. 
 
 

  ક્રાાંવતક ઇન્ડક્ટ્ટન્સ (અિબાર્) નુાં મલૂ્ય: 

         (Value of Critical Inductance) 



 કફલ્ટર પકરપર્માાં િપરાતા ઇન્ડકટર ના ઇન્ડક્ટ્ટન્સ(inductance) ના મલૂ્યો એિા પસાંદ 
કરિા જોઈએ કે જેર્ી તેમાાંર્ી િહતેો કુલ પ્રિાહ ક્યારેય શનૂ્ય ન ર્ાય અને મહિમ dc 

પ્રિાહ  ઈન્ડકટર માાંર્ી બહાર આિે.  

 આ માટે L-C કફલ્ટર માાં L નુાં મલૂ્ય એવુાં પસાંદ કરવુાં જોઈએ કે જેર્ી નીચામાાં નીચો રીપલ 
મળે અને િધમુાાં િધ ુdc પ્રિાહ મળે. 

 તે માટે જરૂરી ઇન્ડકટરના ઇન્ડક્ટ્ટન્સ(inductance) ના મલુ્યને ક્રાાંવતક ઇન્ડક્ટ્ટન્સ(Critical 

inductance) કહ ેછે.   

 આ સ્ટર્વતમાાં dc પ્રિાહ  𝑰𝒅𝒄 =
𝑽𝒅𝒄

𝑹𝑳
⁄    મળે ત્યારે મળતા ac ઘટકોનુાં પીક મલૂ્ય 

𝟒𝑽𝒎
𝟑𝝅𝑿𝑳 ⁄   હોય છે. અર્િા 𝑰𝒅𝒄 અને ac ઘટકોની ઋણ પીક(Peak) ર્ી િધ ુપર જ 

રહવે ુાં જોઈએ.  

𝑰𝒅𝒄  ≥  𝑰𝒂𝒄 
 

𝑽𝒅𝒄

𝑹𝑳
 ≥  

𝟒𝑽𝒎

𝟑𝝅𝑿𝑳
  

 
𝑽𝒅𝒄

𝑹𝑳
 ≥

𝟐𝑽𝒎

𝝅
 ∙  

𝟐

𝟑𝑿𝑳
        𝒃𝒖𝒕    

𝟐𝑽𝒎

𝝅
=  𝑽𝒅𝒄    

 
𝑽𝒅𝒄

𝑹𝑳
 ≥

𝟐

𝟑𝑿𝑳
 ∙ 𝑽𝒅𝒄 

∴  𝑿𝑳  ≥
𝟐

𝟑
 ∙ 𝑹𝑳          𝒃𝒖𝒕    𝑿𝑳 = 𝟐𝝎𝑳𝑪     

𝑳𝑪 ≥  
𝑹𝑳

𝟑𝝎
  

𝒇𝒐𝒓 𝒇 = 𝟓𝟎 𝑯𝒛   𝒇𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒏𝒄𝒚       𝑳𝑪 ≥  
𝑹𝑳

𝟗𝟒𝟐
   

 

 આ પકરણામ પરર્ી તારિી શકાય કે 𝑹𝑳 ઘટે ત્યારે 𝑳𝑪  ઘટે તેનો અર્થ કે ચોક ઇન્ડક્ટ્ટન્સ નુાં 
મલૂ્ય નો-લોડ િખતે મહિમ બને અને જેમ જેમ dc load પ્રિાહ િરે્ છે. તેમ તેમ ઘટાડા 
તરફ ર્જય છે. 



 
 

 આમ ચોક (ઇન્ડકટર) કે જેનો રીએકટન્સ dc પ્રિાહનો િર્ારા સારે્ ઘટે છે. તેને ટિીગીંગ 
ચોક કહ ે છે.દાખલા તરીકે 0 પ્રિાહ ેઇન્ડકટર નો ઇન્ડક્ટ્ટન્સ 30 હને્રી હોય પણ જેિો dc 
પ્રિાહ શુાં ૧૦૦ વમલી એમ્પીયર ર્તા તે ફક્ટ્ત 4 હને્રી ર્ાય. 

 ખરેખર તે સારી બાબત છે કે 100 વમલી એમ્પીયર dc પ્રિાહ એ 30 હને્રી ઇન્ડક્ટ્ટન્સ 
રાખવુાં, પરાંત ુ તે ખબૂ જ મોટુાં અને મોંઘુાં ર્ઈ ર્જય છે. કારણ કે તેમાાં મોટા કોર મધયમ 
(આયન) ની જરૂર પડે છે. કે જે િધ ુમલૂ્ય ના સાંતપૃ્ત મલૂ્યને અિગણી શકે. 

 આકૃવતમાાં  આઉટપટુ િોલ્ટેજ વિરુદ્ધ લોડપ્રિાહનો આલેખ દશાથિેલ છે.  

 જ્યારે પકરપર્ નો-લોડ  સ્ટર્વતમાાં હોય ત્યારે આઉટપટુ િોલ્ટેજ મહિમ 𝑽𝒎  મળે અને 

તરત જ સામાન્ય નાના લોડપ્રિાહ ેઇન્ડકટર ના કારણે િોલ્ટેજ 𝟐𝑽𝒎
𝝅 ⁄    મળે. 

  જ્યારે ઇન્ડકટર ક્રાાંવતક મલૂ્ય કરતા ર્ોડુાં મોટુાં હોય અર્િા ટિીગીંગ ચોક નો ઉપયોગ 
ર્તો હોય  અર્િા તેની સારે્ બ્લીડર અિરોર્ (Bleeder Resistance)  ને કેપેસીટર C ને 
સમાાંતર જોડયા છે.  

 જેના કારણે પકરપર્માાં લોડઅિરોર્ ને દૂર કરતી િખતે અર્િા બદલતી િખતે ઇન્ડકટર 
માાં ઓછામાાં ઓછો ર્ોડોક પ્રિાહ િહ ે છે. જેર્ી લોડિોલ્ટેજ નો  જ ાંમ્પ તાળી શકાય છે. 
જ્યારે લોડ દૂર ર્ાય ત્યારે 𝑹𝒃  ≤ 𝟗𝟎𝟎𝑳𝒎𝒂𝒙  

 આમ બ્લીડર અિરોર્ના જોડાણર્ી આઉટપટુ િોલ્ટેજ નુાં સારુાં  વનયમન(Voltage 

Regulation)ર્ાય છે. અને પાિર સપ્લાયને જ્યારે બાંર્ કરિામાાં આિે ત્યારે કેપેસીટર 
બ્લીડર અિરોર્ મારફતે કડટચાર્જ ર્ઈ શકે છે. પરાંત ુબ્લીડર અિરોર્ને જોડિાર્ી તેનો 
ગેરફાયદો એ છે કે 𝑹𝒃  માાં સતત ઊર્જથનો વ્યય ર્ાય છે. 



  કેપેસીટર ઈનપટુ કફલ્ટર (CLC Filter  or  π- Filter) 

 

 
 

 આકૃવતમાાં દશાથવ્યા મજુબ એક  કેપેસીટરને L-C કફલ્ટર સારે્ જોડિાર્ી  C-L-C કફલ્ટર મળે છે. 
 જેનો આકાર π- જેિો હોિાર્ી તેને π-  સેક્ટ્સન કફલ્ટર પણ કહ ેછે.  

 અહી પ્રર્મ કેપેસીટર  C1 નુાં મલૂ્ય એવુાં લેિામાાં આિે છે કે જેર્ી તેમાાંર્ી પસાર ર્તા રીપલ 
યકુ્ટ્ત રેકટીફાઈડ આઉટપટુ માાંર્ી મોટા ભાગના રીપલ કફલ્ટર ર્ઈ ર્જય. 

 હિે C1 માાં કફલ્ટર ન ર્ઇ શકેલ ફરીર્ી L-C કફલ્ટર ના L અને C2 દ્વારા દૂર ર્ાય છે. 
 આ કફલ્ટર નો રીપલ અંક નીચે મજુબ ગણી શકાય છે. 
રીપલ અંક (𝜸𝝅) =  (કેપેસીટર ટફલ્ટર નો રીપલ અંક (𝜸𝑪𝟏) ∙ (𝑳 − 𝑪𝟐 ટફલ્ટર નો રીપલ અંક 𝜸𝑳𝑪𝟐

 )    

 

𝜸𝑪𝟏 =  
𝟏

𝟒√𝟑 𝒇𝑹𝑳𝑪𝟏

          &        𝜸𝑳𝑪𝟐
=

√𝟐

𝟑
   ∙  

𝑿𝑪𝟐

𝑿𝑳
    

  

    𝜸𝝅 =  
𝟏

𝟒√𝟑 𝒇𝑹𝑳𝑪𝟏

 ∙  
√𝟐

𝟑
   ∙  

𝑿𝑪𝟐

𝑿𝑳
     

    𝜸𝝅 =
𝝅

√𝟑(𝟐 × 𝟐𝝅𝒇𝑪𝟏)𝑹𝑳

 ×  
√𝟐

𝟑
   ∙  

𝑿𝑪𝟐

𝑿𝑳
    

 



𝑩𝒖𝒕  
𝟏

𝟐𝝅𝒇𝑪𝟏
=  

𝟏

𝟐𝝎𝑪𝟏
= 𝑿𝑪𝟏 

 

    𝜸𝝅  =  
√𝟐 𝝅

𝟐 √𝟑
 ∙

𝑿𝑪𝟏

𝑹𝑳
∙

𝑿𝑪𝟐

𝑿𝑳
  

 

 ઈનપટુ કેપેસીટર 𝑪𝟏 જ્યારે ચાર્જ અને કડટચાર્જ ર્ાય છે ત્યારે તે વત્રકોણ આકારના તરાંગો 
ઉત્પન કરે છે અને આ તરાંગો L-C કફલ્ટર માટે ઈનપટુ િોલ્ટેજ બને છે.  

 આ તરાંગોને ધયાનમાાં લઈ રીપલ અંક માટે તેનુાં વિશ્લેષણ કરિામાાં આિે તો આપણને તેનુાં 
સાચુાં મલૂ્ય મળે છે, જે નીચે મજુબ છે. 

𝜸𝝅  =  √𝟐 
𝑿𝑪𝟏

𝑿𝑳
∙

𝑿𝑪𝟐

𝑹𝑳
 

But 

𝑿𝑪𝟏 =
𝟏

𝟐𝝎𝑪𝟏
   ;   𝑿𝑪𝟐 =

𝟏

𝟐𝝎𝑪𝟐
    &   𝑿𝑳 = 𝟐𝝎𝑳 

𝜸𝝅  =  √𝟐 ∙
𝟏

𝟖𝝎𝟑𝑪𝟏𝑪𝟐𝑳𝑹𝑳
 

 જો આવવૃિ f = 50 Hz હોય તો, 

𝜸𝝅  =
𝟓𝟕𝟎𝟎

𝑪𝟏𝑪𝟐𝑳𝑹𝑳
 

 અહી    𝑪𝟏    &   𝑪𝟐  𝒊𝒏  𝝁𝑭  &   𝑳 𝒊𝒏 𝑯𝒆𝒏𝒓𝒚 & 𝑹𝑳  𝒊𝒏 𝒐𝒉𝒎𝒔  𝒖𝒏𝒊𝒕 

 π- કફલ્ટરના આઉટપટુ િોલ્ટેજ , 𝑽𝒎 ની નજીક હોય છે. જે L-C કફલ્ટરના આઉટપટુ કરતા 

િર્ારે છે, પરાંત ુ π- કફલ્ટરનુાં િોલ્ટેજ વનયમન નબળાં (poor) છે.  (MCQ)  
 જ્યારે લોડપ્રિાહનુાં મલૂ્ય ઘણુાં ઓછુાં હોય ત્યારે પરીપર્માાં ઇન્ડકટરને બદલે અિરોર્ પણ જોડી 

શકાય છે.  
 જ્યારે લોડપ્રિાહનુાં મલૂ્ય ઘણુાં ઓછુાં હોય ત્યારે પરીપર્માાં ઇન્ડકટરને બદલે અિરોર્ પણ જોડી 

શકાય છે.  
 આ અિરોર્નુાં મલૂ્ય, ઇન્ડકટરના ઇન્ડક્ટ્ટીિ રીએકટન્સ જેટલુાં હોવુાં જોઈએ.  
 આ પ્રકારના કફલ્ટરને C-R-C કફલ્ટર પણ કહ ેછે.  
 આ કકટસામાાં રીપલ અંક નીચે મજુબ આપી શકાય. 

 

𝜸𝝅  =  √𝟐  ∙  
𝑿𝑪𝟏 ∙  𝑿𝑪𝟐

𝑹 ∙  𝑹𝑳
 


